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(57) Anotace:
Vynalez se tyka nanaSeni vrstvy zdrodeénych krystall pro
magnetické zdznamové médium pouZivané u aplikaci
vyuZivajicich kolmy magneticky zaznam (PMR), kde vrstva
zérodecnych krystalt ma za nasledek zjemnéni strukiury zm a
zmenseni nesouladu mifZek u nésledné nanesené podkladové
vrstvy nebo zrnité magnetické vrstvy, a kde vrstva
zdrodecnych krystalii je nanesena s pouZitim rozprasovaci
elektrody na bazi slitiny niklu (Ni). Tyto slitiny niklu (Ni)
mohou byt bindmi (Ni-X; Ni-Y) nebo terndrni (Ni-X-Y).
Binarni (Ni-X; Ni-Y) nebo ternérni (Ni-X-Y) slitiny na bézi
niklu (Ni) mohou byt dale legovany oxidy kov(, ¢imZ se
vytvoii tenké vrstvy zarodeCnych Krystal( se zrnitou
mikrostrukturou obsahujici kovova zrna, obklopena hranicemi
7rn bohatymi na kyslik. Slitiny na bazi niklu (s nebo oxidt
kovu) podle riznych prikladnych provedeni mohou byt
vyrobeny praskovou metalurgii ncbo odlévanim taveniny, s
nebo bez mechanického zpracovéni.



Slitiny Ni-X, Ni-Y a Ni-X-Y s oxidy nebo bez oxidd 7jako

rozprasovaci elektrody pro kolmy magneticky zaznam

PROHLASENT OHLEDNE FEDERALNE SPONZOROVANEHO VYZKUMU A VYVOJE
[0001}] Neuplatnéno.

Oblast techniky

[0002] Vynalez se tyka rozpradovacich elektrod a konkrétnéiji
se tykd nanaSeni vrstvy zdrodeénych krystald pro magnetické
zdznamové médium pouZivané u aplikaci vyuZivajicich kolmy
magneticky zdznam (”PMR”), pfricemZ tato vrstva =zarodecnych
krystald mA za néasledek zjemnéni struktury zrn a zmenSeni
nesouladu mfiZzky s mfiZkou nadsledné nanesené podkladové vrstvy
nebo zrnité magnetické vrstvy, pficemZ tato vrstva zarodecnych
krystall je nanesena s pouZitim rozpra3ovaci elektrody na bazi

slitiny niklu (Ni}.

Dosavadni stav techniky

[0003] K vytvafeni velmi tenkych povlaki na substratu, které
maji presné fFizenou tloud3tku a malou toleranci v atomirnim
sloZeni, je v rliznych oblastech techniky velmi roz3if¥en proces
DC  magnetronového rozpraSovani. Pouziva se  napriklad
k povlékani polovodi¢h a/nebo k vytvafeni tenkych vrstev na
povrchu magnetickych médii pro zaznam dat. U jednoho béiné
pouZivaného provedeni se na rozpraSovaci elektrodu ptivede
magnetické pole s ovalnym rozloZenim, a to tak, Ze se na zadni
povrch elektrody wumisti magnety. V blizkosti rozpraSovaci
elektrody jsgu zachycovany elektrony, coZ vede ke zlep3eni
produkce iontd argonu a ke =zvySeni rychlosti rozprasovani.
Ionty uvnitZ této plazmy se srézejl s povrichem rozpraSovaci
elektrody, coZ m& za nasledek, Ze rozpradovaci elektroda

emituje atomy ze svého povrchu. Rozdil napéti mezi katodickou
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rozpraSovaci elektrodou a anodickym substrdtem, ktery ma byt
povlékan, zplsobi, Ze emitované atomy vytvofi na povrchu

substratu pozadovany film.

[0004] Jinym béZnym pfistupem k rozprasovdni je konvencni
soubéZné rozpradovani a soub&iné rozpraSovani s pouZitim
triatronu. U procesu soub&fného rozpra3ovani se do vakuové
komory umisti vét3i mnoZstvi rozpraSovacich elektrod s
nezavislymi zdroji a rozpradovani probihd soutasn&, pticemi
selektivnim rozpradovanim jedné nebc vice z vét3iho mnoZstvi
rozpradovacich elektrod se #idi stejnomérnost naneseného
povrchu. Napfiklad k napréseni tenkého filmu X;—X, pomoci
p&iné pouZivaného soubéiného rozpra$ovani by se do vakuové
komory umistila rozpraSovaci elektroda tvofend X; spolu s
rozpraSovaci elektrodou tvofenou X,, pricemZ rozpraSovani by
probihalo na obou rozpraSovacich elektroddch soucasn&. Naopak
u triatronového soubé&Zného napraSovani se pouziva jedna
samoétatné rozpradovaci elektroda s vice nezavislymi oblastmi
sloZeni. Pro vySe uvedeny pfiklad by tedy tatc samostatna
triatronovd rozpradovaci elektroda mé&la oblast tvofenou pouze
z\Xl a oblast tvofenou pouze z X, pfic¢emZ k naneseni tenkeho
filmu X,-X, by probihalo soubé&Zné rozpradovani obou téchto

oblasti.

[0005] B&hem vyroby magnetickych z&znamovych médii znamych z
dosavadniho stavu techniky se vrstvy tenkych filmd postupneé
napra3duji na substrat pomoci véts8iho poctu rozpraScvacich
elektrod, pricemZ kaZzda rozpradovaci elektroda je tvoifena
rlznym materidlem, coZ m& za nasledek naneseni “vrstvy”
tenkych filmd. Obrazek 1 znazorfiuje jednu takovou vrstvu 100
tenkych filmd typickou pro magnetickd zdznamovd média znama z
dosavadniho stavu techniky. Podkladem pro tuto vrstvu 100 je

nemagneticky substrat 102, kterym béZné byvd hlinik nebo sklo.

Na substratu 102 je nanesena vrstva 104 zarodeénych krystald,



kterda uddluje tvar a orientaci struktufe zrn vy5S5ich vrstev a

kterd je béiné tvofena tantalem (Ta).

(0006] Na vrstve 104 zadrode¢nych krystalud ﬁe nanesena
podkladovd vrstva 106, ktera tasto obsahuje jednu azZ tri
samostatné vrstvy, ptricem? podkladova vrstva 106 beiné byva
velmi slabé magneticka, krystalickd, s hexagondlni tésné
zaplnénou mfiZkou (“HCP”). Podkladovad vrstva 106 se pouZiva ke
zlepSeni Co (0002) struktury ndsledné nanesené zrnité vrstvy
108 na bazi kobaltu (Co) pro magnetické ukladani dat kolmo k
rovingé filmu, co? vede ke zvy3eni kolmé anizotropie média. Na
podkladové vrstvé 106 je postupneé nanesena zrnité vrstva 108
pro magnetické ukladani dat a ptipadné dal$i vrstvy 110, jako

je vrstva lubrikantu nebo uhlikovy (C) plast.

[0007] Podkladovd vrstva 106 zlepSuje krystalografickou
strukturu nasledn& nanesené zrnité vrstvy 108 pro magneticke
uklédéni dat. Navic pokud zrnité vrstva 106 pro magnetické
ukladani dat je epitaxné nanesena na horni strané krystalicke
podkladové vrstvy s jemnou strukturou zrn, struktura zrn
zrnité vrstvy 108 pro magnetické ukladani dat je rovnéZ jemna.
Navic co nejvét3i soulad mezi m¥iZkou podkladovée vrstvy 106 a
miiZzkou zrnité vrstvy 108 pro magnetické ukladani dat zpusobi,
fe rozhrani je v podstaté bez defektl, coZi sniZuje mozZnost

vzniku jakékoliv rovinné magnetizace.

[0008] MnoZstvi dat na Jjednotku plochy, které miZe byt
v magnetickém zaznamovém médiu uloZeno, je pfimo z4vislé na
metalurgickych vlastnostech a na sloZeni zrnité magnetické
vrstvy pro ukladdni dat a tim je tedy zavislé na materialu
rozprasovaci elektrody, z ného? je vrstva pro ukladani dat
napradena. V nedavné dobe se primysl magnetického ukladani dat
soustifedil na technologii zndmou jako ’PMR’ (jako protipdl ke

konvenénimu ‘podélnému magnetickému zaznamu’ (”LMR")), aby se



uspokojily neustale se zvy$ujici poZadavky na rast kapacity
ukladani dat. PMR ma vy331i Uc¢innost zaznamu pfi pouziti kolmé
jednopélové zéznamové hlavy v kombinaci se slab& magnetickou
podkladovou vrstvou. Pri pouziti PMR se bity zéznamenévaji
kolmo k plo%e magnetického zaznamového média, coZ umoZiuje
mendi velikost bitu a vétsi koercitivitu. Do budoucnosti se
oGekava, %e PMR zvysi koercitivitu disku a zesili amplitudu

signalu disku, coZ povede k lep5i schopnosti archivace dat.

[0009] Aby se u PMR médii dosihlo vysoké hustoty zdznamu, méla
by tato média vykazovat vysokou tepelnou stabilitu a hladina
Sumu média by méla byt nizkd. Jednim pfistupem k zajiSténi
zékladni tepelné stability a pozadavkl na 3um u PMR médii je
vytvofit zrnitd magnetickd média s magnetickymi doménami
majicimi  vysokou magnetokrystalickou anizotropii (K;) a
adekvatné zapouzdfit jemnou mikrostrukturu zrn ve strukturng,
magneticky a elektricky izolujici matrici. Ackoliv vyznamna
anizotropni energie je vyZadovdna 1 u Dbé&inych LMR, u PMR se
vy?aduje mnohem jemndj3i mikrostruktura zrn s odpovidajici
vzajemnou segregaci zrn a zanedbatelnymi ' pfeslechy mezi
mégnetickYmi doménami, aby se dosdhlo nizké hladiny Sumu a

vysoké tepelné stability.

[0010] Inkluze oblasti hranic zrn bohaté na kyslik vyznamné
zlepiduje  jemnost  struktury zrn a pfinddi  vynikajici
mikrostrukturdlni magnetickou a elektrickou izolaci. Vrstva
106 pro magnetické uklddani dat obsahujici kyslik (O) casto
obsahuje alespoii jednu vrstvu na bédzi slitiny CoCrPt, nebot
kyslik (0) wvytvafi v oblastl hranic zrn amorfni, tvrdou a
kfehkou oblast hranic zrn, kterd omezuje riist zrn a napomaha
zjemnit velikost zrn tdchto zrnitych vrstev obsahujicich oxid.
Na tuto zrnitou magnetickou vrstvu na bazi CoCrPt se nasledné
b&zné nanddeji dal3i vice nebo méné vyznamné vrstvy na bazi

CoPt{Cr) (B) pro magnetické ukladani dat za utelem piizplsobeni



nasycené magnetizace (Ms) tak, aby odpovidala konstrukci

konkretni hlavy diskové mechaniky.

[0011] ‘Je proto zadouci vylep3it znamé kompozicé a slitiny
rozpra3ovacich elektrod tak, aby se jimi dosadhlo naneseni
zrnité vrstvy pro magnetické ukldddni dat s v&t3i schopnosti
ukladat data, ptedevidim u zrnitych vrstev pro magnetické
ukladani dat pouzivanych u PMR. Konkrétné je vysoce Zadouci
vytvofit rozpraSovaci elektrodu, kterd kdyZ je z ni napradena
vrstva zarodedénych krystalu, zpasobi zlepSenou krystalickou
strukturu a daldi zjemnéni struktury zrn nasledné nanesené
podkladové vrstvy nebo zrnité vrstvy pro magnetické ukladani

dat.

Podstata vynalezu

[0012] Tento vyndlez odstranuje vySe uvedené nedostatky béZné
znamych slitin a kompozic pro rozpraSovaci elektrody. RuGzna
provedeni pfedmétného vyndlezu se obecné tykajl nanddeni
vrstvy zérodednych krystald pro magnetické zaznamové médium
pouZivané pro PMR aplikace, kde vrstva zarodeCnych krystall ma
za nasledek zjemnéni struktury zrn a zmenSeni nesouladu mfizZek
u nasledné nanesené podkladové vrstvy nebo zrnité magnetické
vrstvy, pti¢emZ vrstva zArodelnych krystalll je nanesena s
pouZitim rozpraSovaci elektrody na bazi slitiny niklu (Ni).
Vynalez se tykd rovnéZ binadrnich & terndrnich slitin niklu
(Ni) jako materidlu rozpradovacich elektrod, ktery miZze byt
reaktivné rozprasen za vytvoreni magnetickych zrnitych vrstev
pro ukladéni dat tvoficich zrnitd média s optimalizovanou
velikosti zrn a zlep$Senou vzajemnou separaci zrn.

[0013] Podle alespon jednoho prikladného provedeni predmétného
vynadlezu obsahuje magnetické zaznamové médium substrat a na
tomto substrdtu nanesenou vrstvu zarodelnych krystall. Vrstva

zadrodeénych krystal® je tvofena niklem (Ni), legovacim prvkem



(X) a oxidem kovu. Na vrstvé zdrode¢nych krystald je nanesena
podkladova vrstva a na podkladové vrstvé je nanesena
magnetickd zrnitd vrstva pro wukladani dat. Rozpustnost
legovaciho prvku v plo3né centrované krychlové ﬁiklové (Ni)
fazi nepfesahuje 50 atomirnich procent pfi pokojové teploté
nebo pfi teplotach vy35ich nei pokojova teplota. Navic
legovaci prvek (X) m& mérnou susceptibilitu mensi neZ nebo

3
rovnou 1,5 x 1077 ZLu

kg

[0014] Legovaci prvek je vybran z boru (B), uhliku (C},
manganu (Mn), médi (Cu), yttria (Y], zirkonia (Zr), rhodia
(Rh), stfibra (Ag),.kadmia (cd), ytterbia (Yb), hafnia (Hf),
iridia (Ir), platiny (Pt), zlata (Au), bismutu (Bi) a thoria

(Th).

[0015] Legovaci prvek (X) ve vrstvé zarodecnych krystald na
bazi krystalické slitiny niklu (Ni) podporuje jemnou strukturu
zrn. Stejné tak Jjako Jemna struktura zrn krystalické
podkladové vrstvy napomahd ke sniZeni zmenSeni velikosti zrn
nasledné nanesené zrnité magnetické vrstvy, podobného efektu
se dosahuje podkladovou vrstvou, pokud Jje tato podkladové
vrstva nanesena nasledné epitaxn® na horni strané vrstvy
zarode¢nych krystald na bazi krystalické slitiny niklu (Ni-X)
s redukovanou . velikosti zrn. U pfikladnych provedeni
pfedmétného vyndlezu dochdzi k podporovani zjemnéni struktury
zrn legovanim niklu (Ni) né&jakym prvkem (X), ktery zjemiuje
strukturu zrn ve filmu vrstvy zarodeinych krystaldl na bdazi
krystalické slitiny niklu (Ni}, ¢imZ md legovacl prvek malou
nebo Zadnou rozpustnost v plo3né centrované krychlové niklove
(Ni) fazi pii pokojové teplotd, takZe legovaci prvek vytvari
amorfni cblast hranic zrn ve filmu vrstvy zarode¢nych krystalu
na bazi slitiny niklu (Ni) a napomaha emendeni velikosti zrn

omezenim dal&iho rtistu zrn béhem procesu vyroby.



[0016] U nejméné jednoho prikladného provedeni tohoto vynalezu
obsahuje rozprasovaci elektroda nikl (Ni) a legovaci prvek (X)
vybrany ze skupiny sestdvajici z boru (B), uhliku (C), manganu
(Mn), bmédi (Cu), .yttria (Y), =zirkonia (2r), fhodia (Rh),
stfibra (Ag), kadmia (Cd), ytterbia (Yb), hafnia (Hf), iridia
(Ir), platiny (Pt), zlata (Au}, bismutu (Bi) a thoria (Th),
pricemZ legovaci prvek je v rozpraSovaci elektrodd pritomen v
mnozstvi presahujicim mez rozpustnosti legovaciho prvku v
tuhém stavu v plodné centrované krychlové (FCC) fazi niklu
(Ni) pri pokojové teploté nebo pfi teplotach vy3Sich nezZ
pokojova teplota. Rozpradovaci elektroda obsahuje rovndZ oxid

kovu.

[0017] Podle alespoll jednoho ptrikladného provedeni ptedmétného
vyndlezu obsahuje magnetické zaznamové médium substrat a
vrstvu zarodeCnych krystall nanesenou na substratu. Vrstva
zdrodelnych krystald je tvotena niklem (Ni), legovacim prvkem
{Y) é oxidem kovu. Na vrstvé zarodeénych krystald je nanesena
podkladova vrstva - a na podkladové vrstvé je nanesena
magnetickd zrnita vrstva pro ukladani dat. Legovaci prvek (Y)
se s vyhodou ptidava do niklu (Ni) v mnoZstvi mendim neZ nebo
rovném 10 atomadrnim procentim své maximdlni rozpustnosti pfi
pokcjové teploté nebo pri teplotdch vy&Sich neZ pokojova
teplota. Legovaci prvek (Y) je rozpustny v niklu (Ni) pfFi
pckojové teploté nebo teplotach vy33ich. Dale ma legovaci

prvek mérnou susceptibilitu mensi ne? nebo rovnou 1,5 x 1077

3
m

- Navic md legovaci prvek polomdr atomu v&t3i ne# 1,24 A.
4

[0018] Legovaci prvek (Y) je vybran z hliniku (Al), kfemiku
(Ssi), titanu (Ti), vanadu (V), chromu (Cr), zinku (Zn),
germania (Ge), niobu (Nb), molybdenu (Mo), ruthenia (Ru),
tantalu (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmia (Os), thalia

(T1) a olova (Pb).



[0019] Vzhledem k symetrii roviny (111) plo3n& centrovaného

krychlového (FCC) niklu (Ni) dochézi u vynalezu ke zmen$eni
nesouladun mfizek krystalickych podkladovych vrstev, jako
napfiklad  rutheniovych  (Ru)  podkladovych vrstev nebo
podkladovych vrstev na bazi ruthenia (Ru) nebo podkladovych
vrstev tvofenych raznymi zakladnimi kovy, a vrstev zarodecnych
krystaldl na bdzi slitiny niklu (Ni-Y) legovanim krystalické
vrstvy zarodeénych krystald niklu {Ni) prvky (Y}, které jsou v
ném rozpustné pfi pokojové teploté nebc teplotach vyssich.
Orientace (0002) v podkladové vrstvé na bazi ruthenia (Ru)
nebo slitiny ruthenia (Ru) podporuje rovné&z vyrazny (0002)
rist textury v zrnité magnetické =zaznamové vrstvé. Tyto
legovaci prvky mohou vytvaret tuhé roztoky s niklem (Ni) pfi
pokojové teploté nebo teplotdch vy33ich, a tim pozménit
rovinny miizkovy parametr niklu (Ni), ¢imZ dojde ke zmenSeni

nesouladu mrizek.

[0020] Podle alespon jednoho prikladného provedeni pfedmétného
vynalezu obsahuje rozpraSovaci elektroda nikl (Ni), legovaci
prvek (Y) vybrany ze skupiny sestdvajici 2z hliniku (Al},
kfemiku ~(si), titanu (Ti), vanadu (V), chromu {(Cr), zinku
{Zn), germania (Ge), niobu (Nb), molybdenu (Mo}, ruthenia
(Ru), tantalu (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmia (0s),
thalia (Tl) a olova (Pb), pticemz legovaci prvek Jje Vv
rozpraSovaci elektrodé pritomen v mnoistvi presahujicim mez
rozpustnosti legovaciho prvku v tuhém stavu v plo3né
centrované krychlové (FCC) fazi niklu (Ni) pfi pokojové
teploté nebo pri teplotdch wvy33ich neZz pokojova teplota.

Rozprasovaci elektroda obsahuje rovnéZ oxid kovu.

[0021] Podle alespon jednoho pfikladného provedeni pfedm&tného
vynalezu obsahuje magnetické zadznamové médium substrat a na
tomto substrdtu nanesenou vrstvu zdrode&nych krystall. Vrstva

zdrodecnych krystall je tvofena niklem (Ni), prvnim legovacim



prvkem (X) a druhym legovacim prvkem (Y). Na vrstvé

zarode¢nych  krystall je nanesena podkladovda vrstva s
magnetickou zrnitou vrstvou pro uklddédni dat nanesenou na
podkladové vrstvé. Rozpustnost prvniho legovacihokprvku (X) v
plo3né centrované krychlbvé niklové (Ni) fézi nepfesahuje 50
atomérnich procent pii pokojové teploté nebo pii teplotach
vys$3ich neZ pokojova teploté. Druhy legovaci prvek (Y) je do
niklu p#idan (Ni) v mnoZstvi mendim neZz nebo rovném 10
atomarnim procentim své maximadlni rozpustnosti pFi pokojové
teploté nebo pfi teplotach vy$Sich neZ pokojova teplota, a ma
vétsl polomér atomu ne? 1,24 A. Navic tento prvni legovaci

prvek a druhy legovaci prvek maji mérnou susceptibilitu men&i

3

_ m . o v ,
ne? nebo rovnou 1,5 x 1077 -E_' V souhlase s tim muZe byt
8

ternarni slitina niklu (Ni-X-Y) vytvotena tak, Ze obsahuje jak
prvky (X) ovliviaujici wvelikost zrn, tak rozpustpé prvky (Y},
CimZ dochazi ke zmen3eni neshod mifiZek a eliminaci zbytkovych
napéti na rozhrani. U nékterych pfikladnych provedeni Jje

vrstva zdrode¢nych krystall navic tvofena oxidem kovu.

[0022] Prvni legovaci prvek je vybran z boru (B), uhliku (C),
manganu (Mn), médi (Cu), -yttria (Y), zirkonia (Zr), rhodia
(Rh), stribra (Ag), kadmia (Cd), ytterbia (Yb), hafnia (Hf),
iridia (Ir), platiny (Pt), zlata (RAu), bismutu (Bi) a thoria
(Th). Druhy legovaci prvek ije vybran z hliniku (Al), kfemiku
(8i1), titanu (Ti), wvanadu (V), chromu (Cr), zinku (Zn),
germania (Ge), niobu (Nb), molybdenu (Mo), ruthenia (Ru),
tantalu (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmia (Qs), thalia
(Tl) a olova (Pb).

[0023] U alespoil Jjednoho p¥ikladného provedeni pfedmétného
vyndlezu obsahuje rozpra3ovaci elektroda nikl (Ni) a prvni
legovaci prvek vybrany ze skupiny sestévajici z boru (B),

uhliku (C), manganu (Mn), mé&di (Cu), vyttria (YY), zirkonia
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(zr), rhodia (Rh), strfibra (Ag), kadmia (Cd), ytterbia (Yb),
hafnia (Hf), iridia (Ir), platiny (Pt), =zlata (Au), bismutu
(Bi) a thoria (Th), pfi¢emZ prvni legovaci prvek Jje v
rozpragovaci elektrodé pritomen v mnoZstvi pfeséhujicinl mez
rozpustnosti legovaciho prvku v  tuhém stavu v plosné
centrované krychlové (FCC) fazi niklu (Ni) ptl pokojové
teploté nebo pfi teplotach vy33ich nez pokojova teplota.
Rozpradovaci elektroda miZe dale obsahovat druhy legovaci
prvek, pricemZ tento druhy legovaci prvek ma mez rozpustnosti
v tuhé fazi v plodné centrované krychlove (FCC) fazi niklu
(Ni) men&i neZ nebo rovnou 10 atomdrnim procentum pfi pokojové
teploté nebo pii teplotdch vy$5ich nez pokojovéa teplota. Druhy
legovaci prvek ma mérnou susceptibilitu men5i neZ nebo rovnou

3
m

1,5 % 1077 w8 je v rozprafovaci elektrodd pritomen v
g

mnostvi nepresahujicim mez své rozpustnosti v tuhé fazi.
Druhy legovaci prvek je vybran ze skupiny sestavajici z
hliniku (A1), kfemiku (Si), titanu (Ti), vanadu (V}, chromu
(Cr), zinku (Zn), germania (Ge), niobu (Nb), molybdenu (Mo),
ruthenia (Ru), tantalu (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmia
(bs), thalia (Tl) a olova (Pb), pPicemZ druhy legovaci prvek
je pPitomen v rozpradovact elektrodé v mnoZstvi presahujicim
mez své rozpustnosti v tuhém stavu v plo3né centrované
krychlové (FCC) f&zi niklu (Ni} p¥i pokojové teploté nebo pfi
teplotach vy&8ich neZ pokojova teplota. U nékterych
pfikladnych provedeni podle vynalezu je rozpra$ovaci elektroda

dale tvorena oxidem kovu.

[0024] Alespoii jedno prikladné provedeni piedmétného vynalezu
se tyka zplisobu vyroby magnetického zaznamového média. Na
substrat se napra3i alespoii jedna vrstva zdrodecnych krystalt
7z prvni rozpradovaci elektrody, pfiCemZz prvni rozprasovaci
elektroda je tvofena niklem (Ni) a legovacim prvkem (X).

Rozpustnost legovaciho prvku v plodné centrované krychlové
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niklové (Ni) fazi nepfesahuje 50 atomdrnich procent pfi
pokojové teplct& nebo pii teplotédch vy33ich neZ pokojova
teplota, pri¢em? legovaci prvek ma mérnou susceptibilitu mensi

3

~ - rn ’ » ” .
ne# nebo rovnou 1,5 x 107 if-. Prvni rozpraSovaci elektroda je
g

dale tvofena oxidem kovu. Na prvni vrstvu zérodeén?ch‘krystalﬁ
se napradi alespoii jedna podkladova vrstva z druhé
rozprasovaci elektrody. Dale se na prvni podkladovou vrstvu
napra3i alespofi jedna magnetickd zrnita vrstva pro ukladani

dat z treti rozpra$ovaci elektrody.

[0025] Alespoii jedno ptrikladné provedeni pfedmétného vynalezu
se tyka zplsobu vyroby magnetického zaznamového média. Na
substrat se napra3i alespofi jedna vrstva zarodeénych krystald
z prvni rozpraSovaci elektrody, ptic¢emZz prvni rozpra$ovaci
elektroda je tvorena niklem (Ni) a legovacim prvkem (Y).
Rozpustnost legovaciho prvku v plo3né centrované krychlové
niklové (Ni) fazi je men3i neZ nebo rovnd 10 atomarnim
procentm p¥i pokojové teploté nebo pri teplotach vy55ich nei
pokojova- teplota, pricemZ legovaci  prvek md  mérnou
' 3
susceptibilitu men3i neZ nebo rovnou 1,5 x 1077 %;.
Rozpra$ovaci elektroda je dale tvofena oxidem kovu. Na prvni
vrstvu zarodeénych krystaldl se napra3i alespoii  jedna
podkladova vrstva z druhé rozpradovaci elektrody. Dale se na
prvni podkladovou vrstvu naprasi alespon Jedna magneticka

zrnitd vrstva pro ukladani dat z tfeti rozpraSovaci elektrody.

[0026] Alespofi jedno ptikladné provedeni pfedm&tného vyndlezu
se tyka zpisobu vyroby magnetického zdznamového média. Na
substrat se napra$i alespon jedna vrstva zarodeénych krystall
z prvni rozpra3ovaci elektrody, pficemZ prvni rozpradovaci
elektroda je tvoFena niklem (Ni), prvnim legovacim prvkem a

druhym legovacim prvkem. Rozpustnost prvniho legovaciho prvku



12

v ploSné centrované krychlové niklové (Ni) fazi nepfesahuje 50
atomarnich procent pri pokojové teploté a rozpustnost druhého
legovaciho prvku v plosSné centrované krychlové niklové (Ni)
fazi je men3i neZz nebo rovnd 10 atomdrnim pfocentﬁm své
maximédlni rozpustnosti ptri pokojové teploté nebo pfi teplotéch
vyS5ich neZ pokojova teplota, pficemZ tento prvni i druhy
legovaci prvek maji mérnou. susceptibilitu men$i neZ nebo

3
m
rovnou 1,5 x 1077 — ., Na prvni vrstvu z&rodeénych krystalt se

kg
naprasi alespon jedna podkladovd vrstva z druhé rozpradovaci
elektrody. Na prvni podkladovou vrstvu se naprdsi rovnéz
alespoil jedna magneticka zrnitda vrstva pro ukldddni dat z
tfeti rozpraSovaci elektrody. U dal3ich pf¥ikladnych provedeni

miZe byt rozpraSovaci elektroda dale tvofena oxidem kovu.

[0027] Vrstva zarode&nych krystal® nebo rozpradovaci elektrody
podle ruznych pfikladnych provedeni mohou obsahovat oxid kovu.
Tenté oxid kovu miZe mit alesponn jeden kovovy prvek, kterym je
kfemik (Si), hlinik (Al), titan (Ti)}, niob (Nb), tantal (Ta),
zirkonium (Zr), hafnium (Hf), wolfram (W) nebo jakykoliv
lénthanoid, nebo jakoukoliv jejich kombinaci. Tento alespoil
jeden kovovy prvek oxidu kovu miZe mit negativnéj8i redukéni
potencial neZ nikl (Ni). Vyhodou legovani bindrnich (Ni-X;
Ni-Y) nebo terndrnich (Ni-X-Y) slitin na bdzi niklu oxidy kowvu
je, Ze vysledny .naneseny film nebo rozprafovaci elektroda maji
mikrostrukturu zrnité slitiny s hranicemi zrn bohatymi na

kyslik, coZ vede k dal3imu zjemnéni struktury zrn.

{0028] vVyhodami, které vykazuji prikladnd provedeni popsana
vySe, je napfiklad dosaZeni zjemnéni struktury zrn a zmenSeni
nesouladu m¥fiZek u nasledné nanesené podkladové vrstvy nebo
zrnité magnetické vrstvy, jakoZ i zlepSeni poméru signal-3um
{SNR) a zvy3eni magnetokrystalické anizotropie Ko u

vicevrstvych PMR médii, pric¢emZ tento vylet vyhod neni aplny.
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Réznd provedeni popsani vyse vyhodné vylep3uji i rozpradovaci

elektraody.

[0029] Je zieijmé, #e pro odbornika z oboru je snadné odvodit z
nidsledujiciho podrobného popisu dald8i provedeni  tohoto
vynalezu, ptric¢em# zde zndzornénad a popsand provedeni jsou
uvedena pouze pro ilustraéi vynalezu. Jak Dbude zfejmé =z
nasledujiciho popisu, midZe mit vynalez 3jind a odlidna
provedeni a né&které jeho detaily mohou vykazovat modifikace v
riznych daldich ohledech, aniZ by doSlo k odchyleni se od
duchu a rozsahu tohoto vyndlezu. Obrézky a podrobny popis jsou

zde uvedeny pro ilustraci a nijak vyndlez neomezuji.

Prehled obrdzku na vykresech

[0030] Vynalez je déle popsan s pouzitim obrazka, pric¢emz na
viech obrazcich jsou pro odpovidajici <&asti pquiity stejné
vztahcvé znacky:

[0031] obr. 1 znazorfiuje vrstvu tenkych filmu typickou pro PMR
média podle dosavadniho stavu techniky;

[0032] obr. 2 znazorfiuje vrstvu tenkych filmi pro PMR média
podle rtznych pfikladnych provedeni pfedmétného vynadlezu;
[0033] obr. 3 znazoriiuje rozpra$ovaci elektrodu podle ridznych
provedeni predmétného vynadlezu;

[0034] obr. 4 ptedstavuje diagram znazorfiujici mEiZkovy
nesoulad roviny. (111) ploZn& centrovaného Ni a roviny (0002)
Ru; a

[0035] obr. 5 predstavuje blokové schema znazorfiujici zplsob
vyroby magnetického zAdznamového média podle riznych
ptikladnych provedeni pfedmé&tného vynalezu.

[

Podrobny popis pfikladd provedeni

[0036] Riznd provedeni ptedmétného vynialezu se obecné tykaji
nanddeni vrstvy zarodednych krystall pro magnetické zadznamove

médium pouZivané u aplikaci wvyuZivajicich kolmy magneticky
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zaznam (PMR), kde vrstva zarodeénych krystalld md za nasledek
zjemnéni struktury zrn a zmen3eni nesculadu miiZek u nasledné
nanesené podkladové vrstvy nebo zrnité magnetické vrstvy,
pricemz vrstva zarodecnych krystald je nanesena s pouZitim
rozprasovaci elektrody na bazi slitiny niklu (Ni). Tyto
slitiny niklu (Ni) mohou byt bindrni (Ni-X; Ni-Y) nebo
terndrni (Ni-X-Y). Binarni ‘(Ni—X; .Ni—Y} slitiny jsou dale
legovany oxidem kovu. Terndrni (Ni-X-Y) slitiny na bdzi niklu
(Ni) mohou byt u rlznych jinych provedeni dale legovény oxidy
kovi. Slitiny niklu (Ni) s oxidem kovu vytvareji tenké filmy
vrstvy zarodeénych  krystald se zrnitou mikrostrukturou
obsahujici kovovd zrna, obklopend hranicemi zrn bohatymi na
kyslik. Slitiny na béazi niklu (s nebo bez oxidl kovu) podle
riznych ptrikladnych provedeni mohou byt vyrobeny praskovou
metalurgii nebo odlévanim taveniny, s nebo bez mechanického

zpracovani.

{0037] Obr. 2 zndzcrfiuje priklad vrstvy tenkych filmd podle
riznych provedeni ptredmétného vyndlezu. Magnetické zaznamové
médium 200 obsahuje substradt 202 a vrstvu - 204 zarodecnych
krystall nanesenou na substrat 202, pEicemz vrstva 204
zarodeénych krystallt je .tvofena niklem (Ni) a legovacim
prvkem. Na obr. 2 se substrat 202 a vrstva 204 zarodeCnych
krystaltl stykaji, ale u dalSich pfikladnych provedeni miZe byt
mezi substrdtem 202 a vrstvou 204 =zdrode&nych krystald
nanesena néjaka alesponi jedna dal3i vrstva. Touto alespofi
jednou dalsi vrstvou mlZe byt néjakéd podkladovd vrstva,
antiferomagnetickd vrstva, nebo vrstva jiného typu, ktera mize

obsahovat bud magnetické, nebo nemagnetické materialy.

[0038] U nékterych provedeni vyndlezu je vrstva 204
zarodeénych krystalt tvofena niklem (Ni), prvnim legovacim
prvkem a druhym legovacim prvkem. Slitina na bdzi niklu (Ni)

vrstvy 204 zarode&nych krystall mohou byt déle legovdny oxidy
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kovt, &im? se vytvofi filmy vrstvy zarodeénych krystald se
zrnitou mikrostrukturou obsahujici kovovd =zrna, obklopena
hranicemi zrn bohatymi na kyslik. Oxid kovu miZe mit alesporn
jeden kovovy prvek, kterym je kFfemik (Si), hlinik'(Al), titan
(Ti), niob (Nb), tantal (Ta), zirkonium (Zr), hafnium (Hf)
wolfram (W) nebo jakykoliv lanthanoid, nebo jakoukoliv jejich
kombinaci. Vrstva 204 zérodéénYch krystalll m@Ze byt nenesena
naprasenim z rozpradovaci elektrody, jako napriklad
rozprasovaci elektrody 300 z obr. 3 podle rtiznych provedeni

ptredmétného vynalezu.

[0039] Magnetické zaznamové médium dale obsahuje podkladovou
vrstvu 206 nanesenou na vrstvé 204 zarode¢nych krystala a
magnetickou zrnitou vrstvu 208 pro uklddani dat nanesenou na
podkladové vrstvé 206. Blizka miiZkova shoda mezi podkladovou
vrstvou 206 a magnetickou zrnitou vrstvou 208 pro ukladani dat
zajistuje rozhrani v podstaté bez vad a tim se mazZe
poteﬁciélné sniZit ovlivnéni rovinné magnetizace. Podkladova
vrstva 206 je tvofena rutheniem (Ru) nebo slitinou na bazi
ruthenia- (Ru), ale spolu s rutheniem (Ru) nebo namisto
ruthenia (Ru) mohou byt pouZity i jiné zdkladni kovy, které se
p&zné pouzivaji u znamych provedeni. U rhznych jinych
provedeni miZe mit podkladova vrstva 206 krystalickou
strukturu. Podkladovd vrstva 206 miZe mit napfiklad strukturu
hexagonalni tésné zaplnénou. U né&kterych p¥ikladnych provedeni
podle vynalezu je podkladovd vrstva 206 ve své podstaté slabeé
magnetickd nebo nemagnetickd. Podkladovd vrstva 206 nejen
zlepsuje krystalografickou strukturu magnetické zrnité vrstvy
208 pro ukladani dat, ale rovnéz mize napomdhat zjemnéni
struktury zrn magnetické zrnité vrstvy 208 pro ukladani dat,
pokud je magnetickd zrnitd vrstva 208 pro ukladani dat

nanesena epitaxné na horni strané podkladové vrstvy 206 s

jemnou strukturou zrn.
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[0040] Na podkladové vrstvé 206 je nanesena magnetickd zrnita
vrstva 208 prc ukladani dat. Magnetickou zrnitou vrstvou 208 -
pro ukladéni dat mlZe byt CoCrPt, pficemz u dal3ich
pfikladnYch provedeni miZe tato vrstva dale obsaﬁovat kyslik
(O). Na magnetické zrnité vrstvé 208 pro ukladani dat (nebo
satura¢ni magnetizaéni vrstvé 210, Jje-1li ocbsaZena) midZe byt
navic nanesena vrstva lubrikantu nebo uhlikovy plast. Vvrstva
lubrikantu nebo uhlikovy plast mohou slouZit jako ochrana.

Navic miZe byt na magnetické zrnité vrstvé 208 pro ukladani

dat nanesena dal3i magneticka nebo nemagneticka vrstva.

[0041] Ptfikladné magnetické zéznamové médium 200 z obr. 2
navic obsahuje vrstvu 210 k nastaveni nasycené magnetizace.
Vrstva 210 k nastaveni nasycené magnetizace mGZe byt z CoPt,
nebo CoPt, pric¢em? miZe byt dale legovdna chromem (Cr) nebo
borem (B) nebo jakoukoliv jejich kombinaci. U mnohych
provedeni pfedmétného vyndlezu miZe byt vrstva 210 k nastaveni

nasycené magnetizace vynechdna.

Ni-X

[0042] Podle alespon jednoho pfikladného provedeni predmétného
vynalezu miZe byt bindrni (Ni-X) slitina pouZita k podporovani
zjemnéni struktury zrn v krystalické podkladové vrstvé
magnetického zaznamového média. Magnetické zaznamové médium
obsahuje substrat a na tomto substridtu nanesenou vrstvu
zarodeCnych krystald. Vrstva zarodelnych krystald Jje tvofena
niklem (Ni), legovacim prvkem (X) a oxidem kovu. Na vrstvé
rarodednych krystald je nanesena podkladovd vrstva a na
podkladové vrstvé je nanesena magnetickd zrnitd vrstva pro
ukladani dat. Rozpustnost legovaciho prvku v plo3né centrovane
krychlové niklové (Ni) fézi nepfesahuje 50 atomarnich procent
pfi pokojové teplotd nebo p¥i teplotich vy38ich neZ pokojova

teplota. Navic mé& legovaci prvek mérnou susceptibilitu men3i
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ne# nebo rovnou 1,5 x 107 2.
g

[0043] Legovaci p:vek (X) je wvybran z boru (B),‘uhliku {C),
manganu (Mn), médi (Cu), yttria (Y), zirkonia (Zr), rhodia
(Rh), sttibra (Ag), kadmia (Cd), ytterbia (Yb), hafnia (Hf),
iridia (Ir), platiny (Pt), zlata (Au), bismutu (Bi) a thoria
(Th). Oxid kovu mGZe mit alesponl jeden kovovy prvek, kterym Jje
kfemik (Si), hlinik (Al), titan (Ti), niob (Nb), tantal (Ta),
zirkonium (%r), hafnium (Hf), wolfram (W) nebo jakykoliv
lanthanoid, nebo jakoukoliv jejich kombinaci. Tento alespon
jeden kovovy prvek oxidu kovu mlZe mit negativnéjs$i redukeni
potencial neZ nikl (Ni). Vyhodou slitiny (Ni-X) niklu (Ni) s
oxidem kovu je, Ze vysledny naneseny film nebo rozpraSovaci
elektroda maji mikrostrukturu zrnité slitiny s hranicemi zrn

bohatymi na kyslik, coZ vede k dalsimu zjemnéni struktury zrn.

[0044] Legovaci prvek (X) ve vrstvé zarode¢nych krystalld na
bézi krystalické slitiny niklu (Ni) podporuje jemnou strukturu
zrn. Stejné tak jako jemnd struktura zrn krystalické
pbdkladové vrstvy napomdha ke sniZeni zmenSeni velikosti zrn
nasledné nanesené zrnité magnetické vrstvy, podobného efektu
se dosahuje podkladovou vrstvou, pokud je tato podkladova
vrstva nanesena nasledné epitaxné na vrchni strané vrstvy
zarodeénych krystall na bazi bindrni krystalické slitiny niklu
(Ni-X) s oxidem kovu. U ptikladnych provedeni predmétného
vynalezu dochazi k podporovani zjemnéni  struktury zrn
legovanim niklu (Ni) né&jakym prvkem (X), ktery zjemiuje
strukturu zrn ve filmu vrstvy zarodeénych krystall na bazi
krystalické slitiny niklu (Ni), ¢imZ m& legovaci prvek malou
nebo Zadnou rozpustnost v ploiné centrované krychlové niklové
(Ni) fazi pti pokojové teplot&, takZe legovacl prvek vytvaii
amorfni oblast hranic zrn ve filmu vrstvy zarodeénych krystall

na bazi slitiny niklu (Ni) a napomdhd zmen3eni velikosti zrn
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omezenim dal8iho rGstu zrn béhem procesu vyroby.

[0045]) Legovaci prvek (X) je ve své podstaté nemagneticky nebo
slabé imagneticky, s mérnou susceptibilitou mensi ne# nebo

3
o m fu
rovaou 1,5 x 107 ;f-. V tabulce 1 niZe je uveden seznam
8

legovacich prvkd (X), které mohou byt legovany niklem (Ni) za
vzniku vylep3ené slitiny (Ni-X), coZ md za ndsledek zmenSeni
velikosti zrn ve filmu vrstvy zarodelnych krystalfi, pficemZ

ale lze pouZit i dal8i prvky, které vykazuji tyto vlastnosti.

prvek |atomové|polomér|struktura mérna rozpustnost
¢islo |atomu susceptibilita|v niklu (Ni)
107 m*/kg pfi pokojové
teploté (RT)
B 5 0,97 A |romboedricka{-0,87 nerozpustny
o 6 0,77 A |diamantova |-0,62 1326C
krychlovéa (2,7%),
nerozpustny
(RT)
Mn 25 1,35 A [krychlovéa 12,2 nerozpustny
Cu 29 1,28 A |plo3nd -0,1 nerozpustny
centrovana
krychlova
Y 39 1,81 A |hexagonilni |6,66 nerozpustny
tésné
zaplnéné
Zr 40 1,60 A |hexagonadlni |1,66 1170C
tésné (1,78%);
zaplnéna nerozpustny
(RT)
Rh 45 1,34 A |plo3né 1,32 nerozpustny
centrovana
krychlova
Ag 47 1,44 A |[plo¥né -0,23 1435C(3%);
' centrované nerozpustny
krychlova (RT)
cd 48 1,52 A |hexagonalni [-0,23 nerozpustny
tésné
zaplnéna




Yb 70 1,93 A [plosng 0,59 nerozpustny
centrovana
krychlové

HE 72 1,59 A |hexagonalni |[0,53 1190C (1%);
tésné nerozpustny
zapln&nd (RT)

Ir 77 1,35 A |plodng 0,23 nerozpustny
centrpvané
krychlova

Pt 78 1,38 A |plo3né 1,22 nerozpustny
centrovana
krychlova

Au 79 1,44 A |plodng -0,18 nerozpustny
centrovana
krychlova

Bi  [83 1,75 A |monoklinickal-1,70 nerozpustny

Th 90 1,80 A |plo3ng 0,53 nerozpustny
centrovana
krychlova

Tabulka 1: Legovaci prvky, kterymi se dosahujé zmenSeni

velikosti zrn

(0046] Legovaci prvek . (X) mtZe byt pridan v jakémkoliv
mnozstvi pfevy$ujicim maximdlni mez své rozpustnosti (pfi
pokojové teploté nebo vy33i) a miZe byt pfriddn v takovém
mnozstvi, aby jeho cbsah byl vét3i neZ nebo rovny 50 atomidrnim
procentim. Legovaci prvek (X) mlZe byt ve slitinéd na béazi
niklu (Ni) zastoupen ve vysokych procentudlnich mnoZstvich,
napfiklad v mnoZstvi 50 atomarnich %, ale v pripadé potfeby
lze pouzZit i vy83i nebo niZz&i procentudlni mnoZstvi. Legovaci
prvek miZe byt rovné# pfidan v mnoZstvi prevy3ujicim maximdlni
mez sSvé rozpustnosti, pfi pokojové teploté nebo teplotéach
vy38ich. Teplotami vy35imi neZ pokojovd teplota jJjsou zde
minény teplofy nad pokojovou teplotou, za kterou se povaiuijil
teploty priblizn& 20-23 °C, neboli 68-73 °F. Jako ptiklady
teplot vy33ich neZz pokojovd teplota lze wuvést napfiklad

teploty 25 °c, 100 °c, 1000 %, 2500 °‘C nebo 5000 °C.
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[0047] Nikl (Ni}, legovaci prvek (X) a oxid kovu mohou byt
pouzity v  rozpradovaci elektrodg, jake je naptiklad
rozpraSovaci elektroda 300 z chr. 3. Legovaci prvek (X)
pfitomny v rozprasovaci elektrodé je zde obsaZen v mnozstvi
presahujicim mez rozpustnosti legovaciho prvku v tuhém stavu v
plo3né centrované krychlové (FCC) fazi niklu (Ni) pfi pokojové
teploté nebo pfi teplotach Vyééich neZ pokojova teplota. Navic
legovaci prvek (X) miZe byt v rozpraSovaci elektrodé€ pritomen
v mnoZstvi ne vét3im neZ o 50 atomarnich procent vét3im neZ je
mez rozpustnosti legovaciho prvku v tuhém stavu v plo3né
centrované krychlové (FCC) fazi niklu (Ni) pri pokojové
teploté nebo pfi teplotach vy$sich neiZ pokojovad teplota. Navic

legovaci prvek (X) ma mérnou susceptibilitu men3i neZ nebo

rovnou 1,5 x 107’ ELu
kg

Ni-Y

[0048] Podle alespon jednoho pfrikladného provedeni predmétného
Vynéiezu se legovacim prvkem (Y) bindrni slitiny (Ni-Y) vrstvy
zarodeénych krystalu obsahujici navic oxid kovu miZe zmen3it
nesoulad mfiZek u magnetického zaznamového média. Magnetické
zaznamové médium obsahuje substrdt a vrstvu zarodeénych
krystald nanesenou na substratu. Vrstva zarodeCnych krystalt
je tvofena niklem (Ni), legovacim prvkem (Y) a oxidem kovu. Na
vrstvé zarodeénych krystaldl je nanesena podkladova vrstva a na
podkladové vrstvé Je nanesena magnetickd zrnitd vrstva pro
ukladani dat. Legovaci prvek (Y) se s vyhodou pfiddvé do niklu
(Ni} v mnoZstvi men$im neZ nebo rovném 10 atomdrnim procentum
své maximdlnil rozpustnosti p#i pokojové teploté nebo pfi
teplotdch vy3s8ich neZ pokojova teplota. Legovaci prvek (Y) je
rozpustny v niklu (Ni) pfi pokojové teploté nebo teplotich
vy3$ich., Dale ma legovacli prvek mérnou susceptibilitu men3i

3
5 -7 M . . ; .
nez nebo rovnou 1,5 x 10 7-E_. Navic m&d legovaci prvek polomér
g

atomu vétsi nez 1,24 A.
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{0049] Legovaci prvek (Y) je vybran z hliniku (Al), kfemiku
(si), titanu (Ti), wvanadu (V), chromu (Cr), =zinku (Zn),
germania (Ge), niobu (Nb), molybdenu (Mo), ruthenia (Ru),
tantald (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmia (Os), thalia
(T1) a olova (Pb). Oxid kovu miZe mit alespoil jeden kovovy
prvek, kterym je kfemik (Si), hlinik (Al), titan (Ti), niob
(Nb), tantal (Ta), zirkoniuﬁ (zr), hafnium (Hf), wolfram (W)
nepbo jakykoliv lanthanoid, nebo jakoukoliv jejich kombinaci.
Tento alespoii jeden kovovy prvek oxidu kovu miZe mit
negativnéjsi redukcéni potencidl neZ nikl (Ni). Vyhodou slitiny
(Ni-y) niklu (Ni) s oxidem kovu je, Ze vysledny naneseny film
nebo rquraéovaci elektroda maji mikrostrukturu zrnité slitiny
s hranicemi zrn bohatymi na kyslik, coZ vede k dal3imu

zjennéni struktury zrn.

[0050] Vzhledem k symetrii roviny (111} FCC (plo3né
centrovaného  krychlového) niklu s rovinou (0002} HCP
(hexégonélniho t&sné zaplnéného) ruthenia (Ru) dochdzi u
vynalezu ke zmendeni nesouladu miizZek krystalickych
podkladovych vrstev, napfiklad podkladovych vrstev z ruthenia
(Ru) nebo na bazi ruthenia (Ru) nebo podkladovych vrstev
tvofenych rfiznymi zakladnimi kovy a vrstev zdrodelnych
krystall na bazi slitiny niklu (Ni) legovédnim krystalicke
vrstvy zdrodednych krystald niklem (Ni) a prvky (Y), které
jsou rozpustné. v niklu (Ni) pri pokojové teploté nebo
teplotach vy&8ich. Vyraznd (0002) orientace rutheniovych (Ru)
podkladovych vrstev nebo podkladovych vrstev na bdzi ruthenia
(Ru) podporuje rovné% vyrazny (0002) rOst textury v zrnité
magnetické zaznamové vrstvé. Jak je znazornéno jako priklad na
obr. 4, filmy ¢istého niklu (Ni) a ruthenia (Ru) se svymi
pfisludnymi krystalografickymi orientacemi vykazuji nesoulad
m¥izek rovny 8,11%. Tyto legovaci prvky (Y) vytvafeji tuhé
roztoky s niklem (Ni) pf¥i pokojové teploté€ nebo teplotach

vy$Sich a na zaklad® toho pozméiuji rovinny mfiZkovy parametr
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niklu (Ni), ¢imZ dojde ke zmen3eni nesouladu mfiZek. Legovaci
prvek (Y) ve slitiné na bazi niklu (Ni-Y) s oxidem kovu ma
urc¢itou rozpustnost v tuhém stavu v niklu (Ni) pfi pokojové
teplot& nebo teplotach wvys$§ich, ¢&imZ legovaci prvek (Y)
vytvari substituéni tuhy roztok s niklem (Ni) a ovliviiuje tak
rovinny parametr i a-parametr své mifizky. Navic je legovaci
prvek ve své podstaté nemagﬁeticky nebo slab& magneticky a mé

3
m

mérnou susceptibilitou men3i neZ nebo rovnou 1,5 x 107 —.

kg
Vzhledem k tomu, Ze rovinny m¥iZkovy parametr je u niklu (Ni)
vy331 ne? u ruthenia (Ru), mi& legovaci prvek polomér atomu
vétsi ne? 1,24 A, co? je polomér atomu niklu (Ni). Na zakladé
vYée‘ uvedenych kritérii je v tabulce 2 niZe uveden seznam
legovacich prvka, které mohou byt legoviny niklem (Ni) za
vzniku slitin (Ni-Y), které jsou dale legovany oxidem kovu a
kterymi se umoZiuje dosaZeni m¥iZzkového souladu s nasledng
nanesenou podkladovou vrstvou, coZ prinadi dalsi zlepSeni

krystalické struktury.
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prvek atomové |polomér |struktura mérna rozpustnost
¢islo atomu susceptibilita|v niklu (Ni)
107 m’/kg pii pokojové
teploté (RT)

Al 13 1,43 A |plo&nd 0,82 1385C
centrovana (21,2%):

_ krychlova 400C (7%)

Si 14 1,32 A |diamantova |-0,16 1143C

+ krychlové (15,8%);
700C (10%)
Ti 22 1,47 & |hexagonalni |4,21 1304C
' tésné (13,9%);
zaplnénd 800C (7%)

v 23 1,36 Y prostoroveé 6,28 1202C (43%);
centrovana 200C (8%)
krychlova

Zn 30 1,37 A |hexagonalni [-0,20 1040C
tésné (48,3%); RT

: zaplnéna (20%)
Ge 132 1,37 & |diamantova 1124C (12%);
3 krychlova 200C (9, 5%)

Nb 41 1,47 A |prostorové 2,81 1282C (14%);
centrovana 400C (3%)
krychlova

Mo 42 1,40 A prostorové 1,17 1317C (28%);
centrovana 700C (17,5%)
krychlova

Ru 44 1,34 A |hexagonalni {0,54 1550C
tésnd (34,5%);
zaplnéné 600C (4%)

Ta 73 1,47 A |prostorové |1,07 1330C (14%);
centrovana 800C (3%)
krychlova

W 74 1,41 A |prostorové |0,3¢ 1495C (17%);
centrovana RT (12%)
krychlova

Re 75 1,41 A |hexagonalni 0,46 1620C
tésné (17,4%):
zaplnéna 600C (12%)

0s 76 1,38 A |hexagonalni [0,06 1464C
tésné (11,7%);
zaplnéna 600C (6%)

T1 81 1,71 A |hexagonalni |-0,30 1387¢C
tésné (2,5%); 200C
zaplnéna (2%)

Pb 82 1,73 A |plosng -0,15 1340C

' centrovana (11, 5%) ;
krychlové 200C/RT
{1,5%)

Tabulka 2: Legovaci prvky, které zmensuji nesoulad miiZek
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[0051] Vyhodnymi prvky k legovani niklem (Ni) =za wvzniku
slitiny na bazi niklu (Ni-Y) jsou hlinik (&1), titan (Ti),
vanad (V), germanium (Ge), niob (Nb}, molybden (Mo), tantal
{Ta), wolfram (W) nebo rhenium (Re), nebot tyto prvky maji
vét31l polomér atomu neZ 1,35 A a rozpustnost vét$i neZ nebo
rovnou t¥em atomiarnim procentﬁm. Jiné prvky vhodné k pouZiti k
vytvateni slitiny na béazi niklu (Ni-Y) zahrnujl kfemik (Si)
nebo ruthenium (Ru}), nebdt tyto prvky maji polomér atomu Vv
rozmezi 1,30-1,35 A a rozpustnost kolem tfi atomarnich
procent. Nikl rovnéz miZe byt legovan zinkem (2Zn), osmiem
(0s), thaliem (T1l) nebo olovem (Pb), CimZ dojde ke zmenSeni

nesouladu mrizZek.

100527 Legcvaci prvek (Y) ve vrstvé zarodeCnych krystald na
bazi slitiny niklu (Ni-Y) s oxidem kovu mdZe Dbyt pridédn v
rozsahu své rozpustnosti nebo v mnoistvi vét3im neZ je mez
rozpustnosti prisludného prvku pfi pokojove teploté nebo
vyééi, v niklu (Ni). Je-1li pfidan v mnoZstvi vyrazné
pfevysujicim (aZ o 10 atomarnich procent) svou maximadlni mez
rozpustnosti v niklu (Ni), mdZe tento legovaci prvek (Y)
pﬁsobit jak jako ptisada ke zmen3eni m¥iZkové neshody, tak

jako ptisada k ovlivnéni velikosti zrn.

[0053] Nikl (Ni), Llegovaci prvek (Y) a oxid kovu mohou byt
pouiity v rozpradovaci elektrodé, jako napfiklad rozpra$ovaci
elektrodé 300 z obr. 3. Legovaci prvek (Y) je v rozpra$ovaci
elektrod® piitomen v mnozstvi  pfesahujicim mez své
rozpustnosti v tuhém stavu v plo3né centrované krychlové (FCC)
fazi niklu (Ni) p?*i pokojové teploté nebo pFi teplotach
vy3%ich neZ pokojové teplota. Legovaci prvek (Y) rozpradovaci
elektrody ma mérnou susceptibilitu men3i neZ nebo rovnou 1,5 %

3
- ”1 . Z - z ~
1077 = . Navic je legovaci prvek (Y) v rozpradovaci elektrode

kg

pfitomen v mnoZstvi ne vice nez o 10 atomdrnich procent vétsim
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ne? dje mez rozpustnosti legovacihc prvku v tuhém stavu v
plosné centrované krychlové (FCC) f&zi niklu (Ni) pfi pokojové

teploté nebo pfi teplotdch vy35ich neZ pokojova teplota.

Ni-X-Y

[0054] U mnohych provedeni pfedmdtného vyndlezu mlZe byt
vytvorena kompozice ternérni slitiny (Ni-X-Y) na bézi niklu
(Ni), pticemZ prvni legovaci prvek (X) zjemiuje strukturu zrn
v dtsledku své nerozpustnosti (nebo omezené rozpustnosti v
tuhé fazi na méné nez 10 atomdrnich procent) v niklu (Ni),
je-1i pf¥idén v mnoZstvi vét3im neZ je jeho maximalni mez
rozpustnosti. MiZe byt pfidan i druhy legovaci prvek, a to v
rozsahu své rozpustnosti nebo v mnoZstvi vét3im neZ je mez
rozpustnosti tcohoto druhého legovaciho prvku (Y) pii pokojové
teploté nebo vy33i, v niklu (Ni). Navic jsou legovaci prvky (X
nebo Y) ve své podstaté nemagnetické nebo slabélmagnetické, s
mérnou susceptibilitou men$i neZ nebo rovnou 1,5 X 1077 %%—. Na
zakladé vyde specifikovanych kritérii je v tabulce 3 niZe
uveden seznam legovacich prvkl, které mohou byt legovany
niklem (Ni) =za vzniku ternarnich slitin (Ni-X-Y), pPicemz
prvni legovaci prvek (X) zplsobuje zmenSeni velikosti zrn ve
filmu vrstvy zarodeénych krystall a druhy legovaci prvek (Y)
zplsobuje zlep3eni miiZkové shody s nasledné nanesenou
podkladovou vrstvou, coZ ptinadi dal8i zlepSeni krystalické

struktury.
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prostfedek pro zjemnéni struktury prvky pro mfizkovou shodu
zZrn {do vySe jejich nejvy33i meze
{vy§si nei jeho nejvy3si rozpustnosti p¥i pokojové teploté
rozpustnost pri pokbjové teploté nebo teploté vyssi)
nebo teploté vyssi)
B Al
C Si
Mn Ti
Cu \Y
Y Cr
r Zn
Rh Ge
Ag Nb
cd Mo
Yb Ru
HE Ta
Ir W
Pt Re
Au "~ 0Os
Bi Tl
Th Pb

Tabulka 3: Legovaci prvky pro zjemnéni struktury zrn a

zlepSeni mriikové shody

[0055] Podle alespoti jednoho pfikladného provedeni predmétného

vynalezu obsahuje magnetické zaznamové médium substrat a na

tomto substr&tu nanesenou vrstvu zarodeénych krystalld. Vrstva

zarodelnych krystall je tvofena

niklem (Ni) a prvnim legovacim

prvkem (X) a druhym legovacim prvkem (Y). Na vrstveé

zarode&nych  krystald je nanesena podkladova vrstva s

magnetickou zrnitou vrstvou pro ukladani dat nanesenou na

podkladové vrstvé. Rozpustnost

prvniho legovaciho prvku (X) v
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plogné centrované krychlové niklové (Ni) fazi nepfesahuje 50
atomarnich preocent p#i pokojové teploté nebo pii teplotach
vy83ich ne? pokojovd teplota. Druhy legovaci prvek (Y) je do
niklu ‘pfidén (Ni1) v mnoistvi menZim neZ nebo rovném 10
atomarnim procentim své maximélni rozpustnosti pri pokojové
teploté nebo pPi teplotdach vy33ich neZ pokojova teplota,
pri¢ems ma vét3i polomér atdmu nez 1,24 A. Navic tento prvni

legovaci prvek a druhy legovaci prvek maji mérnou

3

- Y . 7o m
susceptibilitu men3i neZ nebo rovnou 1,5 x 1077 —. V souhlase
g

s tim miZe byt ternadrni slitina niklu (Ni-X-Y) vytvorena tak,
e obsahuje jak prvky (X) ovliviiujici velikost zrn, tak
rozpustné prvky (Y), ¢imZ dochazi ke zmerndeni neshod miiZek a

eliminaci zbytkovych napéti na rozhrani.

[0056] Prvni legovaci prvek je vybran z boru (B), uhliku (C),
manganu (Mn), médi (Cu), yttria (Y), =zirkonia (Zr), rhodia
(Rh); sttibra (Ag), kadmia (Cd), ytterbia (Yb), hafnia (HE),
iridia (Ir), platiny (Pt), zlata (Au), bismutu (Bi) a thoria
(Th). Druhy legovaci prvek je vybran z hliniku (Al), kfemiku
(Si), titanu (Ti), wvanadu (V), chromu (Cr), =zinku (Zn),
germania (Ge), niobu (Nb), molybdenu (Mo), ruthenia (Ru),
tantalu (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmia (Os), thalia

{Tl) a olova (Pb}.

[0057] Nikl (Ni) a legovaci prvky (X a Y) mohou byt pouZity v
rozpradovaci elektrod&, jako napfiklad rozpra3ovaci elektrodé
300 z obr. 3. Legovaci prvek (X) je v rozpra$ovaci elektrodé
pfitomen v mnoZstvi pfesahujicim mez své rozpustnosti v tuhém
stavu v plo3né centrované krychlové (FCC) f4zi niklu (Ni) pIi
pokojové teplot& nebo pEi teplotach vy$8ich neZ pokojova
teplota. Navic legovaci prvek (X) miZe byt v rozpra$ovaci
elektrodé pritomen v mnoZstvi ne vét3im neZ o 50 atomarnich

procent v&t3im ne? je mez rozpustnosti legovaciho prvku v
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tuhém stavu v plo3né centrované krychlové (FCC) fazi niklu
(Ni) pfi pokojové teploté nebo pfi teplotach vy38ich ne?Z
pokojovéd teplota. Navic md legovaci prvek (X) mérnou

3

b s - v 7 om .
susceptibilitu men$i neZ nebo rovnou 1,5 x 10 ! }7-. Legovaci
g

prvek (Y) Je v rozprasovaci elektrodé pfitomen v mnoZstvi
ptesahujicim mez své rozpustnosti v tuhém stavu v plosné
centrované krychlové (FCC) fazi niklu (Ni) pfi pokojové
teploté nebo pfi teplotdch wvy38ich neZ pokojova teplota.
Legovaci prvek (Y) rozpraSovaci elektrody ma mérnou

3

e .. y M L
susceptibilitu mens$i neZ nebo rovnou 1,5 X 1077 ;—. Navic je
g

legovaci prvek (Y) v rozpra3ovaci elektrodé piitomen v
mno?stvi men3im neZ nebo rovném mnoZstvi o 10 atomarnich
procent vét3imu neZ je mez rozpustnosti legovaciho prvku v
tuhém stavu v plo3nd& centrované krychlové (FCC) fazi niklu
(Ni). pfi pokojové teplot& nebo pfi teplotdch vydSich nei

pokojova teplota.

[0058] Vyse popsané terndrni (Ni-X-Y) slitiny pro magnetické
zéznamové médium nebo rozpraSovaci elektrody mohou byt dale u
réznych provedeni vynalezu legovany oxidy kovid, <&imz se
vytvofi filmy vrstvy zdrodenych krystalt se zrnitou
mikrostrukturou obsahujici kovovd zrna, obklopena hranicemi
zrn bohatymi na kyslik. Oxid kovu miZe mit alespoil Jeden
kovovy prvek, kterym je kfemik (Si), hlinik (Al), titan (Ti),
niob (Nb), tantal (Ta), zirkonium (Zr), hafnium (Hf), wolfram
(W) nebo jakykoliv lanthanoid, nebo Jjakoukoliv jejich
kombinaci. Tento alespoi jeden kovovy prvek oxidu kovu mbZe
mit negativn&j%i redukni potencidl neZ nikl (Ni), pficemz

redukéni potencial niklu (Ni} ¢&ini -0,257 V.

Vyroba zdznamového média

[0059] Obr. 5 ptedstavuje blokové schema zndzornujici postup
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200  vyroby magnetického zéznémového média podle druhého
provedeni predmétného vynalezu. Tento zpusob vyroby
magnetickeho zaznamového média zahrnuje krok napradeni alespon
prvni  vrstvy zarodeénych krystald na substrdat =z prvni
rozpraSovaci elektrody, pficemZ prvni rozprasovaci elektroda
Je tvofena niklem (Ni) a legovacim prvkem. Tento zoisob rovndz
zahrnuje kroky naprasovani alespofi jedné podkladové vrstvy na
prvni  vrstvu zarode¢nych krystall z druhé rozpradovaci
elektrody a naoraSovani alesporl jedné magnetické zrnité vrstvy
pro ukladani dat na prvni pokladovou vrstvu z treti

rozpra3sovaci elektrody.

[0060] Konkrétné proces za¢ing krokem 502 a na substrat se
napradl alesporl jedna vrstva zarodeCnych krystald =z prvni
rozpraSovacl elektrody, pfidem# prvni rozpradovaci elektroda
je tvofena niklem (Ni) a legovacim prvkem (krok 504). U
mnohych provedeni pFedmétného vyndlezu miZe byt rozpradovaci
elektroda cale tvofena oxidy kovii. Pokud se tyka napradeni
prvnil vrstvy zarodenych krystald “na” substrat, neni nezbytné
nutne, aby tato prvni vrstva zdrodednych krystald byla v
pfimen fyzickém kontaktu se substratem , nebot
mezi substritem a prvni vrstvou zarodeCnych krystall mohou byt
naneseny dalsi wvrstvy (napfiklad antiferomagnetické vrstvy
atd.). Vrstvy mezi substritem a prvni vrstvou zarodelnych
krystall mohou byt u mnohych provedeni pfedmétného vynalezu

napraseny z prvnl rozpra3ovaci elektrody neboc dalsich

elektrod.

[0061] Jednim znakem tohoto provedeni Je skutelnost, Ze
rozpustnost legovaciho prvku (X) v ploiné centrované krychlové
niklove (Ni) f&zi nepfesahuje 50 atomirnich orocent pri
poxojové teploté nebo pii teplotach vy88ich neZ pokojova !

teplota, prifemz legovacl prvek md mérnou susceptinilitu mendi
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. om
neZ nebo rovnou 1,5 x 1077 T Prvky, které vyhovuji témto
4

parametrim a které mohou byt pouZity jako legovaci prvek,
zahrnuji bor (B), uhlik (C), mangan (Mn), mé&d (Cu), yttrium
(Y}, zirkonium (Zr), rhodium (Rh), stfibro (Ag), kadmium (Cd),
ytterbium (Yb), hafnium (Hf), iridium (Ir), platinu (Pt),
zlato (Au), bismut (Bi) a thorium (Th), pticemZ tento vylet
neni dplny. U nejméné jednoho p#ikladného provedeni je
legovaci prvek (X) dale legovan oxidem kovu. Tento oxid kovu
obsahuje alespon jeden kovovy prvek, kterym je kfemik (Si),
hlinik (Al), titan (Ti), niob (Nb), tantal (Ta), =zirkonium
(Zr), hafnium (Hf), wolfram (W) nebo jakykoliv lanthanoid,
nebo jakoukoliv jejich kombinaci. Tento alespoil jeden kovovy
prvek oxidu kovu m& negativnéj3i redukéni potencidl neZ nikl

(Ni).

[0062] Druhym, alternativnim znakem tohoto provedeni je
skuteCnost, Ze je legovaci prvek (Y) je rozpustny v plo3né
centrované krychlové niklové (Ni) fazi a jeho rozpustnost
nepfesahuje 10 atomdrnich procent pfi pokojové teploté& nebo
pfi teplotach vy$&ich neZ pokojovd teplota, ma mérnou

3

ei aom
susceptibilitu mens$i neZ nebo rovnou 1,5 x 10 7-;— a ma vetsi
£

polomér atomu ne# 1,24 A. Prvky, které vyhovujl témto
parametrim a které mohou byt pouZity jako legovaci prvek,
zahrnuji hlinik (Al), k¥emik (Si), titan (Ti), vanad (V),
chrom (Cr), zinek (Zn), germanium (Ge), niob (Nb), molybden
{Mo), ruthenium (Ru), tantal (Ta), wolfram (W), rhenium (Re),
osmium (Os), thalium (T1l) nebo olovo (Pb), pEicemZ tento vycCet
neni uplny., U nejméné Jednoho pfikladného provedeni e
legovaci prvek (Y) dédle legovan oxidem kovu. Tento oxid kovu
obsahuje alespoin jeden kovovy prvek, kterym je k¥emik (Si),
hlinik (Al), titan (Ti), niob (Nb), tantal (Ta), zirkonium
(Zr), hafnium (Hf), wolfram (W) nebo jakykoliv lanthanoid,
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nebo jakoukoliv jejich kombinaci. Tento alespofi jeden kovovy
prvek oxidu kovu mA& negativnéj3i redukéni potencidl neZ nikl

(Ni).

[0063] Podle tfetiho, alternativniho znaku rovnéZz tohoto
provedeni, prvni legovaci prvek (X) a druhy legovaci prvek
(Y). Rozpustnost legovaciho. prvku (X} v plodné centrované
krychlové niklové (Ni) fazi nepfesahuje 50 atomarnich procent
pfi pokojové teploté nebo pri teplotéch vy$Sich neZ pokojova

teplota a legovaci prvek md mérnou susceptibilitu men5i neZ

.oom ‘. ‘
nebo rovinou 1,5 x 1077 ];—. Prvky, které vyhovuji témto
g

parametrﬁm a které mohou byt pouZity jako legovaci prvek,
zahrnuji bor (B), uhlik (C), mangan (Mn), mé&d (Cu), yttrium
(Y), zirkonium (Zr), rhodium (Rh), stfibro (Ag), kadmium (Cd),
ytterbium (Yb), hafnium (Hf), iridium (Ir), platinu (Pt),
zlato (Au), bismut (Bi) a thorium (Th), pri¢emz tento vycet
nenl udplny. Legovaci prvek (Y) Jje rozpustny v plosné
centrované krychlové niklové (Ni) fazi a jeho rozpustnost
nepifesahuje 10 atomdrnich procent pfi pokojové teploté& nebo
pfi teplotdch vy885ich neZ pokojova teplota, mé& mérnou
susceptibilitu men3i ne? nebo rovnou 1,5 x 107 %g— a ma veétsi
polomér atomu ne? 1,24 A. Prvky, které vyhovuji témto
parametrim a které mohou byt pouZity Jako legovacl prvek,
zahrnuji hlinik (Al), kfemik (Si), titan (Ti), wvanad (V),
chrom (Cr), zinek (Zn), germanium {(Ge}, niob (Nb), molybden
(Mo), ruthenium (Ru), tantal (Ta), wolfram (W), rhenium (Re),
osmium (Os), thalium (Tl1) nebo olove (Pb). U nejméné jednoho
pfikladného provedeni jsou prvni legovaci prvek (X) a druhy
legovaci prvek (Y) dale legovany oxidem kovu. Tento oxid kovu
obsahuje alespofi jeden kovovy prvek, kterym je k¥emik (Si),
hlinik (Al), titan (Ti), niob (Nb), tantal (Ta), =zirkonium
(Zr), hafnium (Hf), wdlfram (W) nebo jakykoliv lanthanoid,
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priCemz tento vycet neni Uplny, nebo jakoukoliv jejich
kombinaci. Tento alesponn jeden kovovy prvek oxidu kovu ma

negativnéjsi redukéni potencial neZ nikl (Ni).

[0064] Na prvni vrstvu zdrode&nych krystalll se naprasi alespon
jedna podkladova vrstva z druhé rozpradovaci elektrody (krok
506). Prvni podkladova VrstQa je tvofena rutheniem (Ru) nebo
slitinou na bdzi ruthenia (Ru), nebo jakymkoliv jinym vhodnym
prvkem nebo slitinou. U mnohych provedeni pfedmé&tného vynalezu
miZe byt tato prvni podkladovad vrstva naprasena simultanné s
vrstvou zdrodelnych krystall, ale vrstva zédrodelnych krystalad

by mohla byt naprd3ena i samostatné.

[0065] Na prvni pokladovou vrstvu se napradi alespoii jedna
magnetickd zrnitd vrstva pro ukladdani dat z tfeti rozpradovaci
elektrody (krok 508). Prvni magneticka zrnité vrstva pro
ukladani dat mGZe byt napraSovdna spolu s vrstvou zé&rodeénych
krysﬁalﬁ nebo prvni podkladovou vrstvou, ale vrstva
zarodec¢nych krystall nebo prvni podkladova vrstva by mohly byt
napraseny i samostatné, nezdvisle na prvni magnetické zrnité
vrstvé pro ukladani dat. Navic na prvni magnetické zrnité
vrstvé pro uklddani dat mlZe byt napraSena dalsi vrstva nebo
vrstvy, jako  napriklad wvrstva k  nastaveni nasycené
magnetizace, kterou miZe byt CoPt, nebo CoPt dale legované
chromem (Cr) nebo borem (B) nebo jakoukoliv jejich vhodnou
kombinaci. Pfed ukonCenim prccesu (krok 510) mohou byt na
prvnl magnetickou zrnitou vrstvu pro uklddani dat napréSeny
jiné dalsi vrstvy, Jjako naptfiklad uhlikovy (C) plast nebo
vrstva lubrikantu.

[0066] Slitiny na bdzi niklu (s nebo bez oxidld kovu) podle
riaznych pfikladnych provedeni popsanych vy8e mohou byt
vyrobeny praskovou metalurgii nebo odlévanim taveniny, s nebo

bez mechanického zpracovani. Mohou byt vSak pouZity jakékoliv



jiné vhodné vyrobni postupy.

[0067] Jak Jje popséno vySe pomoci rlznych pEikladnych
provedeni predmétného Vynélezu, rozpradovaci elektrody ze
slitin na bazi niklu (Ni) mohou byt pouZity k vyrobé& vrstev
zarodecnych krystal na bazi krystalické slitiny niklu (Ni) s
jemnou strukturou zrn a k zjemnéni struktury zrn krystalické
podkladové vrstvy a vylepSeni nésledné epitaxné nanesené
zrnité magnetické vrstvy. RUznd vy3e popsana provedeni
‘predmétného vynalezu predstavuji daldi pfistupy k legovani
vrstvy zdrode&nych krystald na bazi slitiny niklu (Ni) vedouci
ke. zmenSeni nesouladu mezi mfiZzkami vrstvy zarodeénych
krystall na bazi slitiny niklu (Ni) a mFiZkami podkladové
vrstvy, coZz priznivé ovliviiuje  krystalickou  strukturu
podkladové vrstvy. VSechny tyto pfinosy vedou ke zlep3eni SNR
a zvySenl kolmé anizotropie u vicevrstvych médii pouzivanych

pro PMR.

[0068] Podrobny popis uvedeny didle ve spojeni s pripojenymi
obrazky predstavuje popis ruznych provedeni vynalezu, prilemZ
tato provedeni nejsou jedinymi moZnymi provedenimi vynalezu.
Konkrétni detaily Jjsou v tomto popisu uvedeny pro ucely
fadného objasnéni vyndlezu. Odbornikovi v oboru je zfejmé, Ze
vynalez mliZe byt proveden bez t&chto konkrétnich detaild.
Z divodu 1lep$i, srozumitelnosti popisu vynalezu Jjsou v
nékterych pfikladech v blokovém diagramu pouZity dobre znamé

vazby a prvky.

[0069] Je zfejmé, Ze konkrétni potadi neboc posloupnost krokd v
postupech zde popsanych Jje prikladné provedeni a 2e toto
konkrétni pofadi nebo posloupnost krokd v postupech mohou byt
zménény podle zvolenych poZadavkl pri =zachovani rozsahu
vynadlezu. Doprovodny zplisob uvadi prvky pfitomné v rlhznych

krocich v prikladném potradi, coZ neni mySleno jako omezeni
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vyndlezu na toto konkrétni popsané potfadi nebo posloupnost.

[0070] Na zakladé vySe uvedeného popisu je odbornik v oboru
schopen provést tato rlznad zde popsand provedeni. Odbornik v
oboru snadno odvodi dal$i modifikace téchto provedeni, priCemi
obecné principy zde uvedené lze aplikovat i na jinad dalsi
provedeni. Zamérem narokl neni byt omezeny na provedeni zde
popsana, ale pokryt «cely vrozsah v souhlase se slovné
vyjadfenymi néroky, pricemZz odkaz na jakykoliv prvek v
jednotném ¢isle neznamend ”“jeden a pouze jeden” neni-li tak
vyslovné uvedeno, ale presnéji teleno “jeden nebo vice”.
viechny strukturni a funkéni ekvivalenty k prvkim uvedenym ve
vdech provedenich popsanych v tomto textu, které jsou znamé
nebo budou znamé pozdéji odbornikim v oboru, jsou zde vyslovneé
zahrnuty a berou se jako zahrnuty v narocich. Navic nic zde
popsaného neni zamy3leno byt dano k dispozici vefejnosti, bez
ohledu na to, zda jsou nebo nejsou tyto skuteénosti vyslovneé
deklérovény v narocich. Zadny prvek narokl by nemé&l byt chapan
podle ustanoveni 35 U.S5.C. §112, odstavec 3est, pokud tento
prvek neni vyslovné definovan s pouZitim vyrazu “prosttedek
pfo” nebo, v ptipadé zplsobového naroku, pokud neni prvek

definovan s pouzitim vyrazu “krok pro”.
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PATENTOVE NAROKY

1. Magnetické zaznamové médium, obsahujici:

Substrét; ‘

vrstvu zarodeénych krystalld nanesenou na substratu,
pri¢emZ tato vrstva zarodetnych krystalll je tvofena niklem
(Ni) a legovacim prvkem a .piiéemi tato vrstva zarodelnych
krystald dale obsahuje oxid kovu;

podkladovou vrstvu nanesenou na vrstvé zdrodelénych
krystali; a

magnetickou zrnitou vrstvu pro ukléddani dat nanesenou
na podkladové vrstvé,

' pricemz roZpustnost legovaciho prvku v plosné
centrované krychlové niklové (Ni) fazi nepfesahuje 50
atomdrnich procent pfi pokojové teploté nebo pfi teplotach
vy35ich nez pokojova teplota, a

pricemZ legovaci prvek ma& mérnou susceptibilitu mensi

3
nez nebo rovnou 1,5 x 10'7-m—.
g

2. Magnetické zaznamové médium podle naroku 1,
vyinaéujici se tim, Ze legovacl prvek je vybran ze skupiny
sestavajici z boru (B), uhliku (C), manganu (Mn), médi (Cu),
yttria (Y), zirkonia (Zr), rhodia (Rh), sttibra (Ag), kadmia
(Cd), ytterbia (Yb), hafnia (Hf), iridia (Ir), platiny (Pt),
zlata (Au), bismutu (Bi) a thoria (Th).

3. Magnetické zdznamové médium podle narocku 1,
vyznacujici se tim, Ze podkladovd vrstva je tvofena rutheniem

(Ru) nebo slitinou na bazi ruthenia (Ru).

4. Magnetické  z&znamové médium podle naroku 1,
vyznacujici se tim, Ze magnetickou zrnitou vrstvou pro

ukladani dat je CoCrpPt.
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5. Magnetické zaznamové médium podle néroku 4,
vyznacujici se tim, Ze magnetickd zrnitd vrstva pro ukladani

dat z CoCrPt dale obsahuje kyslik (0).

6. Magnetické =zaznamové médium podle naroku 1, dale
obsahujici vrstvu k nastaveni nasycené magnetizace nanesenou

na magnetické zrnité vrstvé pro ukladani dat.

7. Magnetické zdznamové médium  podle naroku 6,
vyznacujici se tim, Ze vrstvou k nastaveni nasycené

magnetizace je CoPt.

8. Magnetické zaznamové médium podle naroku 7,
vyznatujicl se tim, Ze vrstva k nastaveni nasycené magnetizace
je legovana chromem (Cr) nebo borem (B), nebo Jejich

kombinaci.

9. Magnetické zaznamové médium podle naroku 1,
vyznacujici se tim, Ze oxid kovu obsahuje alesponi jeden kovovy
prvék, kterym je kfemik (Si), hlinik (Al), titan (Ti), niob
(Nb), tantal (Ta), zirkonium (Zr), hafnium (Hf), wolfram (W)

nebo jakykoliv lanthanoid, 'nebo jakoukoliv jejich kombinaci.

10. Magnetické zaznamové médium podle naroku 9,
vyznacujici se tim, Ze tento alespon Jjeden kovovy prvek oxidu

kovu ma negativnéisi reduk&ni potencidl neZ nikl (Ni).

11. Magnetické zaznamové médium, obsahujici:

substrat;

vrstvu zarode&nych krystald nanesenou na substratu,
pfidemZ tato vrstva zarodeénych krystald je tvorena niklem
(Ni}] a legovacim prvkem a pfricemZ tato vrstva =zarodeénych
krystald dale obsahuje oxid kovu;

podkladovou vrstvu nanesenou na vrstvé zarodecnych



krystalf; a

magnetickou zrnitou vrstvu pro ukladédni dat nanesenou
na podkladové vrstvé,

pfiéemi legovaci prvek ije rozpustny v niklu (Ni) pfi
pokojové teploté nebo pfi teplotdch vy3s5ich neZ pokojova
teplota, '

pricemz legovaci prvek ma mérnou susceptibilitu menSi

3

neZz nebo rovnou 1,5 x 10'7-%~, a
g

pticemZz legovaci prvek mad polomér atomu vét3i nei

1,24 A.

12. Magnetické zaznamové médium podle naroku 11,
vyznatujici se tim, Ze legovaci prvek je vybran ze skupiny
sestavajici z hliniku (Al), kfemiku (Si), titanu (Ti), vanadu
(V), chromu (Cr), zinku (Zn), germania (Ge), niobu (Nb},
molybdenu (Mo), ruthenia (Ru), tantalu (Ta), wolframu (W),

rhenia (Re), osmia (0s), thalia (Tl} a olova (Pb).

13. Magnetické zdznamové médium podle néroku 11,
vyznadujici se tim, Ze legovaci prvek je do niklu (Ni) ptidén
v mnozstvi men3im neZ nebo rovném 10 atomdrnim procentim své
maximalni rozpustnosti pri pokojové teploté nebo pfi teplotéch

vy33ich neZ pokojova teplota.

14. Magnetické =zaznamové médium podle néaroku 11,
vyznacujicl se tim, Ze podkladovou vrstvou je ruthenium (Ru)

nebo slitina na bdzi ruthenia (Ru).

15. Magnetické zéznamové médium podle naroku 11,
vyzna¢ujici se tim, Ze magnetickou =zrnitou vrstvou pro

uklddani dat je CoCrPt.
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16. Magnetické zdaznamové médium podle naroku 15,
vyznacujici se tim, Ze magnetickd zrnitd vrstva pro ukléadani

dat z CoCrPt dale obsahuje kyslik (0).

17. Magnetické zaznamové médium podle néroku 11, dale
obsahujici vrstvu k nastaveni nasycené magnetizace nanesenou

na magnetické zrnité vrstvé pro ukladani dat.

18. Magnetické =zaznamové médium podle nédroku 17,
vyznacdujici se tim, Ze vrstvou k nastavenl nasycené

magnetizace je CoPt.

19. Magnetické zaznamové médium podle naroku 18,
vyznacujici se tim, Ze vrstva k nastaveni nasycené magnetizace
je legovana chromem (Cr) nebo borem (B}, nebo jejich

kombinaci.

20. Magnetické zdznamové médium podle narcku 11,
vyznacujicl se tim, Ze oxid kovu cbsahuje alespeil jeden kovovy
prvék, kterym je kremik (Si), hlinik (Al), titan (Ti), niob
(Nb), tantal (Ta), zirkonium (Zr), hafnium (Hf), wolfram (W)

nebo jakykoliv lanthanoid, nebo jakoukoliv jejich kombinaci.

21. Magnetické zaznamové médium podle narocku 20,
vyznatujici se tim, Ze tento alespon jeden kovovy prvek oxidu

kovu mé negativnéjsi reduk¢ni potencidl neZ nikl (Ni).

22. Magnetické zAznamové médium, obsahujici:

substrat;

vrstvu, zdrodeénych krystald nanesenou na substratu,
pficemZ vrstva zarodeénych krystald je tvorena niklem (Ni) a
prvnim legovacim prvkem a druhym legovacim prvkem:

podkladovou vrstvu nanesenou na vrstvé zarodednych

krystalt; a



39

magnetickou zrnitou vrstvu pro ukléddéni dat nanesencu

na podkladové vrstvé.

23. Magnetické zdznamové médium podle naroku 22,
vyznaCujici se tim, Ze rozpustnost prvniho legovaciho prvku v
plosné centrované krychlové niklové (Ni) fazi nepresahuje 50
atomdrnich procent pfi pokojové teploté nebo pfi teplotach

vyS&ich neZ pokojovad teplota.

24, Magnetické zdznamové médium podle naroku 22,
vyznatujici se tim, Ze druhy legovaci prvek je do niklu (Ni)
pfidén v mnoZstvi menSim neZ nebo rovném 10 atomarnim
procentim své maximalni rozpustnosti pfi pokojové teploté nebo

pii teplotéch vy33ich neZ pokojova teplota.

25. Magnetické z&znamové médium podle naroku 22,
vyznacujici se tim, Ze prvni legovaci prvek a druhy legovaci

prvek maji mérnou susceptibilitu mensi neZi nebo rovnou

3
1,5 x 1077 2.
' g

26. Magnetické zdznamové médium podle naroku 22,
vyznaCujici se tim, Ze druhy legovaci prvek ma& polomér atomu

vétdi nez 1,24 A.

27. Magnetické zaznamové médium podle naroku 22,
vyznatujici se tim, Ze prvni legovaci prvek iJe vykran ze
skupiny sestavajici z boru (B), uhliku (C), manganu (Mn), médi
(Cu), yttria (Y), zirkonia (Zr), rhodia (Rh), stfibra (Ag),
kadmia (Cd), .ytterbia (Yb), hafnia (Hf), iridia (Ir), platiny
(Pt), zlata (Au}, bismutu (Bi) a thoria (Th).

28. Magnetické z&znamové médium podle naroku 22,

vyznatujlcl se tim, Ze druhy legovacli prvek Jje vybran ze
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skupiny sestavajici z hliniku (Al), kfemiku (Si), titanu (Ti),
vanadu (V), chremu (Cr), =zinku (2Zn), germania (Ge), niobu
(Nb), molybdenu (Mo), ruthenia (Ru), tantalu (Ta), wolframu
(W), rhenia (Re), osmia (0Os), thalia (Tl) a olova (Pb).

29. Magnetické  zé&znamové médium podle naroku 22,
vyznacujici se tim, Ze podkladovad vrstva je tvofena rutheniem

(Ru) nebo slitinou na bazi ruthenia (Ru).

30. Magnetické zaznamové médium podle ndroku 22,
vyznacujici se tim, Ze magnetickou zrnitou vrstvou pro

ukladani dat je CoCrPt.

31. Magnetické zaznamové médium podle ndroku 30,
vyznaCujici se tim, Ze magnetickd zrnitd vrstva pro ukladani

dat z CoCrPt dale obsahuje kyslik (O).

32. Magnetické zéznamové médium podle naroku 22, dale
obsahujici vrstvu k nastaveni nasycené magnetizace nanesenocu

na magnetické zrnité vrstvé pro ukladani dat.

33. Magnetické zdznamové médium podle naroku 32,
vyznacujici se tim, Ze vrstvou k nastaveni nasycené

maghetizace je CoPt.

34. Magnetické zAznamové médium podle néaroku 33,
vyznacujici se tim, Ze vrstva k nastaveni nasycené magnetizace
je legovéna chromem (Cr) nebo borem (B), nebo Jjejich

kombinaci.

35. Magnetické ziznamové médium podle naroku 22,
vyznaCujici se tim, Ze vrstva zérodednych krystald dale

obsahuje oxid kovu.



41

36. Magneticke =zaznamové médium podle néroku 35,
vyznaCujici se tim, Ze oxid kovu obsahuje alespoil jeden kovovy
prvek, kterym je kfemik (Si), hlinik (Al), titan (Ti), niob
(Nb), tantal (Ta),‘zirkonium (2r), hafnium (Hf), wolfram (W)

nebo jakykoliv lanthanoid, nebo jakoukoliv jejich kombinaci.

37. Magnetické zaznamové médium podle ndroku 36,
vyznaCujici se tim, Ze tento alespoil jeden kovovy prvek oxidu

kovu m& negativnéjsi redukéni potencidl neZ nikl (Ni).

38. Rozpra%ovaci elektroda, obsahujici:

nikl (Ni);

legovacl prvek vybrany ze skupiny sestavajici z boru
(B), uhliku (C), manganu (Mn), mé&di (Cu), yttria (Y), zirkonia
(Zr), rhodia (Rh), stfibra (Ag), kadmia (Cd), ytterbia (Yb),
hafnia (Hf), iridia (Ir), platiny (Pt), =zlata (Au), bismutu

(Bi) a thoria (Th); a

oxid kovu.

39. Rozpra$ovaci elektroda podlie naroku 38, vyznadujici
se tim, Ze legovaci prvek je v rozpradovaci elektrod& obsaZen
v mnozstvi ne vétSim neZ o 50 atomdrnich procent vét3im neZ Jje
mez rozpustnosti legovaciho prvku v tuhém stavu v ploiné
centrované krychlové (FCC) fazi niklu (Ni) pfi pokojové

teploté nebo pfi teplotach vysSich neZ pokojovéd teplota.

40. RozpraSovaci elektroda podle naroku 38, vyznadujici
se tim, Ze legovaci prvek zplsobuje zjemnéni struktury zrn v
podkladové vrstvé a magnetické zrnité vrstvé pro ukladéni dat

magnetického zdznamového média.

41. RozpraSovaci elektroda podle naroku 38, wvyznacdujici

se tim, Ze legovaci prvek md mérnou susceptibilitu men3i nei



3
5 M

kg

nebo rovnou 1,5 x 10°

42. Rozpra3ovaci elektroda podle néroku 38, vyznadujici
se tim, Ze oxid kovu obsahuje alespoil jeden kovovy prvek,
kterym je kfemik (38i), hlinik (Al), titan (Ti), niob (Nb),
tantal (Ta), =zirkonium (Zr), hafnium (Hf), wolfram (W) nebo

jakykoliv lanthanoid, nebo jakcukoliv jejich kombinaci.

43, Rozpra3ovacl elektroda podle ndroku 42, vyznacdujicl
se tim, Ze tento alespoii jeden kovovy prvek oxidu kovu mi

negativnéjs$i redukéni potencidl neZ nikl (Ni).

44. Rozpra3ovaci elektroda, obsahujici:

nikl (Ni); a

legovaci prvek vybrany ze skupiny sestavajici z hliniku
(Al)( kfemiku (Si), titanu (Ti), wvanadu (V), chromu (Cr),
zinku (Zn), germania (Ge), nicbu (Nb), molybdenu (Mo),
ruthenia (Ru), tantalu (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmia

{0s), thalia (Tl) a olova (Pb); a

oxid kovu.

45. Rozpra3ovaci elektroda podle naroku 44, vyznacujici

se tim, Zfe legovaci prvek ma mérnou susceptibilitu mens$i neiZ

3
m

nebo rovnou 1,5 x 1077 — .

kg

46, Rozpra8ovaci elektroda podle naroku 44, vyznacujici
se tim, Ze legovaci prvek je v rozpradovaci elektrodé& cbsaZen
v mnoZstvi men3im neZ nebo rovném 10 atomdrnim procentim meze
rozpustnosti legovaciho prvku v tuhém stavu v plosné
centrovane krychlové (FCC) fazi niklu (Ni) pEi pokojove

teploté nebo pfi teplotach vy$8ich neZ pokojova teplota.
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47. RozpraSovaci elektroda podle naroku 44, vyznalujici
se tim, Ze legovaci prvek p#ind3i zmen3eni nesouladu mfiZky s
podkladovou vrstvou, sniZeni zbytkovych napéti na rozhrani a
zlepSeni krystalické struktury  podkladové  vrstvy pro
magnetickou zrnitou vrstvu pre ukladdni dat magnetického

zadznamového média.

48. Rozpra3ovaci elektroda podle narcku 47, vyznacujici
se tim, Ze oxid kovu obsahuje alespon jeden kovovy prvek,
kterym je kfemik (Si), hlinik (Al), titan (Ti), niob (Nb),
tantal (Ta), zirkonium (Zr), hafnium (Hf}, wolfram (W) nebo

jakykoliv lanthanoid, nebo jakoukoliv jejich kombinaci.

49. RozpraSovaci elektroda podle naroku 48, vyznacujici
se tim, Ze tento alespoil jeden kovovy prvek oxidu kovu ma

negativnéjsi redukéni potencidl neZ nikl (Ni).

50. RozpraSovaci elektroda, obsahujici:

nikl (Ni);

prvni legovaci prvek vybrany ze skupiny sestdvajici z
boru (B), uhliku (C), manganu (Mn), médi (Cu), yttria (Y),
zirkonia (Zr), rhodia (Rh), stfibra (Ag), kadmia (Cd),
ytterbia (Yb), hafnia (Hf), iridia (Ir), platiny (Pt), zlata
(Au), bismutu (Bi) a thoria (Th); a

druhy legovaci prvek vybrany ze skupiny sestdvajici =z
hliniku (Al), kfemiku (Si), titanu (Ti), vanadu (V), chromu
(Cr), zinku (Zn), germania (Ge), nicbu (Nb), molybdenu (Mo},
ruthenia (Ru), tantalu (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmia
(Os), thalia (Tl) a olova (Pb).

51. Rozprasovaci elektroda podle naroku 50, vyznacujici
se tim, Ze prvni legovaci prvek je v rozpradSovaci elektrodé
obsaZen v mnoistvi ne vétSim neZ o 50 atomarnich procent

vétsim neZ je mez rozpustnosti legovaciho prvku v tuhém stavu
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v plo3né centrované krychlové (FCC) fdzi niklu (Ni) pfi
pokojové teploté nebo pfi teplotach vy3sich nez pokojova

teplota.

52, Rozpradovaci elektroda podle né&roku 50, vyznacujici
se tim, Ze prvni legovaci prvek zpasobuje zjemnéni struktury
zrn v podkladové vrstvé a magnetické zrnité vrstvé pro

ukladani dat magnetického zAznamového média.

53. Rozpradovaci elektroda podle néroku 50, vyznalujici

se tim, Ze prvni legovaci prvek a druhy legovaci prvek maji

3
m

mérnou susceptibilitu mendi neZ nebo rovnou 1,5 x 1077 %—w
4

54. RozprasSovaci elektroda podle naroku 50, dale

obsahujici oxid kovu.

55. RozpraSovaci elektroda podle naroku 54, vyznaduijici
se tim, Ze oxid kovu  obsahuje alespoil jeden kovovy prvek,
kterym je kremik (Si), hlinik (Al), titan (Ti), nick (Nb),
téntal (Ta), zirkonium (Zr), hafnium (Hf), wolfram (W) nebo

jakykcliv lanthanoid, nebo’ jakoukoliv jejich kombinaci.

56. Rozpradovaci elektroda podle ndroku 55, vyznatujici
se tim, Ze tentc alespoil jeden kovovy prvek oxidu kovu ma

negativnéjsi redukéni potencidl neZ nikl (Ni).

57. RozpraSovaci elektroda podle nadroku 50, vyznadujici
se tim, Ze druhy legovaci prvek mad polomér atomu vét5i nez

'y

1,24 A.

58. Rozpradovaci elektroda podle ndroku 50, vyznalujici
se tim, Ze druhy legovaci prvek je v rozpradovacil elektrodé

obsaZzen v mnoZzstvi men3im neZ nebo rovném 10 atomarnim
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procentim meze rozpustnosti legovaciho prvku v tuhém stavu v
plodné centrované krychlové (FCC) fazi niklu (Ni) pfi pokojové

teploté nebo pri teplotach vySs§ich neZ pokojova teplota.

59. RozpraSovaci elektroda podle néroku 50, vyznadujici
se tim, Ze druhy legovaci prvek pfinadsi zmenSeni nesouladu
mriZky s podkladovou vrstvou, sniZeni zbytkovych napé&ti na
rozhrani a =zlepSeni krystalické struktury podkladové vrstvy
pro magnetickou zrnitou vrstvu pro ukladani dat magnetického

zdznamového média.

60. Zplsob vyroby magnetického zéznamového média,
obsahujici kroky: '

napréSeni alespon prvni vrstvy zdrodeénych krystald na
substrat =z prvnl rozpradovaci elektrody, pri¢emZz prvni
rozpraSovaci elektroda je tvofena niklem (Ni) a legovacim
prvkem, pfi¢emZ rozpustnost legovaciho prvku v plodné
centfované krychlové niklové (Ni) fazi nepresahuje 50
atomdrnich procent pri pokojové teploté nebo pii teplotach
vy53ich neZ pokojova teplota, priCemZ legovaci prvek ma mérnou

3
susceptibilitu mensi ne? nebo rovnou 1,5 x 1077 21—, a pricemz
prvni rozpraSovacl elektroda je ddle tvofena oxidem kovu;

napra3eni alespoil jedné podkladové vrstvy na prvni
vrstvu zarodeénych krystald z druhé rozpra3ovacl elektrody; a
naprdSeni alespoil jedné magnetické zrnité vrstvy pro

ukladani dat na prvni pokladovou vrstvu z tfeti rozpradovaci

elektrody.

6l. Zplsob podle né&roku 60, vyznadujicli se tim, Ze
legovaci prvek je vybrdn ze skupiny sestavajici z boru (B),
uvhliku (C), manganu (Mn), mé&di (Cu), yttria (Y), zirkonia
(2r), rhodia (Rh), st#ibra (Ag), kadmia (Cd}, ytterbia (Yb),
hafnia (HEf), iridia (Ir), platiny (Pt), =zlata (Au), bismutu



(Bi) a thoria (Th).

62. zpisob podle naroku 60, zahrnujici oxid kovu, kde
tento oxid kovu obsahuje alesponn jeden kovovy prvek, kterym je
kfemik (5i), hlinik (Al), titan (Ti), niob (Nb), tantal (Ta),
zirkonium (Zr), hafnium (Hf), wolfram (W) nebo jakykoliv

lanthanoid, nebo jakoukoliv jejich kombinaci.

63. ZplUsob podle niroku 62, vyznacujici se tim, Ze tento
alespofi jeden kovovy prvek oxidu kovu miZe mit negativnéjsi

redukéni potencidl neZ nikl (Ni).

64. Zpisob podle naroku 60, vyznacujici se tim, Ze prvni
vrstva zarode¢nych krystald, prvni podkladovd vrstva, nebo
prvni magnetickd zrnitd vrstva pro ukladani dat, nebo
jakdkoliv jejich kombinace se napra3uji s pouzitim soupravy

pro simultdnni rozpradovani.

65. Zplsob  vyroby magnetického  zdznamového média,
obsahujiel kroky:

‘ napraSeni alespon prvni vrstvy zdrodeénych krystald na
substrat =z prvni rozpraSovaci elektrody, prfic¢emZ prvni
rozprasovaci elektroda Jje tvofena niklem (Ni) a legovacim
prvkem, pric¢emZz rozpustnost legovaciho prvku v plo3né
centrované krychlové niklové (Ni) f&zi je men$3i neZ nebo rovna
10 atomarnim procentim pfi pokojové teploté nebo pfi teplotach
vy3Sich neZi pokojova teplota, a pfiCemi legovaci prvek ma

3
v 1 ] 1 v 7 ~ - m
mérnou susceptibilitu men&i neZ nebo rovnou 1,5 x 107 —, a

kg
pficemZ prvni rozpraSovaci elektroda je dale tvofena oxidem
kovu;
napraSeni alesponil jedné podkladové vrstvy na prvni
vrstvu zarodecnych krystalll z druhé rozpradovaci elektrody; a

napraSeni alespoil jedné magnetické zrnité vrstvy pro
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ukladani dat na prvni pokladovou vrstvu gz tFeti rozpradovaci

elektrody.

66. Zpasob podle naroku 65, vyznaéujici se tim, Ze
legovaci prvek je vybrdn ze skupiny sestavajici z hliniku
(A1), XTemiku (Si), titanu (Ti), vanadu (V), chromu (Cr),
zinku  (Zn), germania (Ge), niobu (Nb), molybdenu (Mo),
ruthenla (Ru), tantalu (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmia

(Os), thalia (T1l) a olova (Pb).

67. Zplsob podle naroku 65, vyznalujici se tim, Ze

legovaci prvek ma polomér atomu vét$i nez 1,24 A.

68. Zplusob podle né&rcku 65, zahrnujici oxid kovu, kde
tento oxid kovu obsahuje alesponi jeden kovovy prvek, kterym je
kremik (Si), hlinik (Al), titan (Ti), nicb (Nb), tartal (Ta),
zirkonium (Zr), hafnium (Hf), wolfram (W) nebo jakykoliv

lanthanoid, nebo jakoukoliv jejich kombinaci.

69. Zpusob podle naroku 68, vyznaéujici se tim, zZe
tento alespon jeden kovovy prvek oxiduc kovu miZe mit

negativnéjsi redukéni potencidl ne? nikl (Ni).

70. ZpGsob  vyroby magnetického ziznamového média,
obsahujlci krcky:

napréseni alesponl prvni vrstvy zarodeénych krystald na
substrat z prvni rozprasovaci elektrody, pficemz prvni
rozprasovaci elektroda je tvofena niklem (Ni) a prvnim
legovacim prvkem a druhym legovacim prvkem, pricemz
rozpustnost prvniho legovaciho prvku v ple3né centrované
krychlové niklové (Ni) fazi nepfesahuije 50 atomarnich procent
pri pokojové teploté, prilems? rozpustnost druheho legovaciho
prvku v plo3n& centrované krychlové niklové (Ni) fazi je men3i

nez nebo rovnd 10 atomarnim procentim p¥i pokojové teploté nebo
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pfi teplotéch vyssich ney pokojova teplota, a pridem? tento
prvnl 1 druhy legovaci prvek maji mérnou susceptibilitu mensi

3
. g m
nez nebo rovnou 1,5 x 1077 Z—.

kg’
napraSeni alesponl jedné podkladové vrstvy na prvni
vIstvu zarodeénych krystald z druhé rozpraSovaci elektrody; a
naprasenl alespofi jedné magnetické zrnité vrstvy pro
ukladani dat na prvni pokladovou vrstvu z treci rozprasovaci

elektrody.

71. Zplsob podle naroku 70, wvyznalujici se tim, ze
prvnl legovaci prvek je vybran ze skupiny sestéavajici z boru
(B}, uhliku (C), manganu (Mn), mé&di (Cu), yttria (Y), zirkonia
(Zr), rhodia (Rh), stribra (Ag), kadmia (Cd), ytterbia {Yb),

hafnia (Hf), iridia (Ir), platiny (Pt), =zlata (Au), bismutu
(Bi} a thoria (Th).

72. Zouscb podle naroku 70, vyznacujici se tim, e druhy

legoveci prvek je vybran ze skupiny sestdvajici z hliniku
(Al), kfemiku (Si), titanu (Ti), wvanadu (V), chromu (Cr),
¢inku  {Zn), germania (Ge), niobu (Nb), molybdenu (Mo},
rutheria (Ru), tantalu (Ta), wolframu (W), rhenia (Re), osmla

(0s), thalia (T1) a olova (Pb) .

/3. Zpusob podle naroku 70, vyznacujici se tim, ze

druhy lecovaci prvek ma polomér atomu vétsi nes 1,24 A.

74. Zpdsob podle naroku 70, vyznadujici se tim, 3e

prvnl rozpraSovaci elektroda je dale tvofena oxidem kowvu.

75. ZplGsob podle néaroku 74, zahrnujici oxid kovu, kde
tento oxid kovu obsahuje alespoh jeden kovovy prvek, kterym e
ktemik (Si}, hlinik (Al), titan (Ti), niob (Nb), tantal (Ta),

zirkenium (Zr), hafnium (Hf), wolfram (W) nebo jakykoliv
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lanthanoid, nebo jakoukoliv jejich kombinaci.

76. zplsob pcdle ndroku 75, vyznatujici se tim, Ze
tento alespon jeden kovovy prvek oxidu kovu mbZe mit

negativnéjsi redukéni potencidl ne? nikl (Ni).
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